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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

AVANT-PROPOS

Comités d’Etudes ou sont representes tous les Comltes nationauxs |nter 3 2 igns, expriment

2] Ces décisions constituent des recommandations inte t telles par les
Comités nationaux.

3] Dans le but d'encourager I'unification international tés nationaux

adoptent dans leurs régles nationa® 3 esure ol les

conditions nationales le permettént. i 3 ecommandation de la CEl et la régle

nationale correspondante doit, dan irs dans cette
derniére.

Oispositifs a

rale sur les
$ générales
es données dans la présente publication conplétent les
lectroniques.

ations relatives aux circuits intégrés qui figurent déja dans les Publigations 147
148 sont incorporées aux Publications 747-1 et 748 de la CEl.

e

Les informations relatives aux essais mécaniques et climatiques qui figurent déja dans les
Publications 147-5 et 147-5A seront incorporées A la Publication 749 de la CEI.

Cette norme sera tenue & jour en révisant et en élargissant son texte paraliélement 2 la
poursuite des travaux du Comité d’Etudes n° 47 pour tenir compte des progrés effectués
dans le domaine des dispositifs 3 semiconducteurs.

NOTE - Les Publications 747, 748 et 749 de la CEI annulent et remplacent, au fur et & mesure de la
parution de leurs différentes parties, les Publications 147 et 148 de la CE]I.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

FOREWORD

1) The fprmal decisions or agreements of the |IEC on technical matters, pr Ees on
whicH all the National Committees having a special interest therein 3 rly as
possiple, an international consensus of opinion on the subjects dea

2) They |have the form of recommendations for international e 3 eptéd by the Nptional
Comrittees in that sense.

3) In order to promote international unificatign, the IE

at all National Comrnittees

should adopt the text of the IEC recomme : ation imso far as national conditidns will
permit. Any divergence between the IEC re Q S onding national rules shotld, as
far aq possible, be clearly indicated in the latt

This st

Deviceg.

@

Publicasrion 74@0 <
devicesd, IEC Publigd

the sta

devices.

This se

Materia
include

i.in’JEC Publications 747-1 and 748.

I Committee No. 47: Semiconductor

art of a general standard on semiconductor
to the general standards of Publication 747-1,

ronic

Material concerning mechanical and climatic test methods previously found in Publications
147-5 and 147-5A will not be included in IEC Publication 749.

This standard will be kept up to date by revising and extending the document as the work
in Technical Committee No. 47 continues and takes into account advances in the field of
semiconductor devices.

NOTE - IEC Publications 747, 748 and 749 supersede and replace, as their different parts are published,
the IEC Publications 147 and 148.
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications n®®

50(731): Vocabulaire électrotechnique International (VEI) - Chapitre 731: Télécommuni-
cations par fibres optiques (en cours d’'impression).

50(845) (1987): Vocabulaire électrotechnique International (VEI) - Chapitre 845:
Eclairage.

68-1 (1988): Essais d’environnement - Premiére partie: Généralités et guide.
270 (1981): Mesure des décharges partielles.

306-1 (1969). Mesures des dispositifs photosensibles - Premiére partie: Recomman-
dations fondamentales.

825 (1984): Sécurité du rayonnement des appareils & laser, classification des matériels,
prescriptions et guide de I'utilisateur.

24

@%
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Other IEC Publications quoted in this standard:

Publications Nos. §0(731): International Electrotechnical Vocabuiary (IEV) - Chapter 731: Optical fibre
communication (being printed).
50(845): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 845: Lighting.

68-1 (1988): Environmental testing - Part 1: General and guidance.
270 (1981): Partial discharge measurements.
306-1 (1969): Measurement of photosensitive devices - Part 1: Basic recommendations.

825 (1984): Radiation safety of laser products, equipment classification, requirements,
and user’'s guide.

@@x
8
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets et circuits intégrés

Cinquiéme partie: Dispositifs optoélectroniques

CHAPITRE I: GENERALITES

747-5 © CEI

—h

QI

L
d

A présente norme doit étre utilisée avec la Publication 74%
P base sur:

Note d’introduction

i dohneNes

- la terminologie;

- les symboles littéraux;
- les valeurs limites et caractéristiques es
- les méthodes de mesure;
- laréception et la fiabilité

Domaine d’application

phototransistors.
» <Dispositifs photosensibles & semiconducteurs, y compris:

yormations

vantes de

- photorésistances, cellules photoconductrices;
- photothyristors (a I'étude).

o Dispositifs a semiconducteurs utilisant le rayonnement optique pour leur fonction-

nement interne, y compris:
- photocoupleurs, optocoupleurs.

L'ordre des différents chapitres est conforme & la Publication 747-1, chapitre Iil, para-
graphe 2.1.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices and integrated circuits

Part 5: Optoelectronic devices

CHAPTER I: GENERAL

1 Introductory note

As a ruje, it will be necessary to use Publication 747-1 together wi € pres
In 747-11, the user will find all basic information on:

- terminology;

etter symbols;
- gssential ratings and characteristics;
- measuring methods;
- acceptance and reliability.
2 Scqgpe
This stdndard applies to t 9 t ego% or sub-categories of devices:

o Semicondustor &
light-egl:}

infrared-em

t

tandard.

- photoresistors, photoconductive cells;
- photothyristors (under consideration).

e Semiconductor devices utilizing optical radiation for internal operation, including:

- photocouplers, optocouplers.

The sequence of the different chapters is in accordance with Publication 747-1, chapter HI,

subclause 2.1.
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CHAPITRE II: TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTERAUX

NOTE - Un certain nombre de termes supplémentaires, présentant de I'intérét pour les dispositifs opto-
électroniques, par exemple pour les grandeurs radiométriques, photométriques et spectrophotométriques,
figurent dans le chapitre 845 du VEI qui remplace le chapitre 45.

1 Concepts physiques

1.1 Rayonnement (électromagnétique); radiation (électromagnétique) (VE! 845-01-01)

1) Emission ou transport d’énergie sous forme d’'ondes électromagnétiques avec les
photons associés.

entre le
pmaine de transition vers les rayons X (= 1 nm) et 1sitign vers les
des radioélectriques (= 1 nm).

3 Rayonnement visible (VEI| 845-01-03)
e.

; ces limites
ure est prise

du rayon-

yonnement

gment visible (voir VEI 845-01-03)
NOTE - Le concept 2 est parfois employé pour des rayonnements optiques s'étendant eh dehors du

domaine visible, mais cet usage n'est pas recommands.

1.7 Effet photoélectrique (extrait de VEI 845-05-33: récepteur photoélectrique)

Interaction entre le rayonnement optique et la matiére résultant de I'absorption de photons
et de la libération consécutive de porteurs de charges mobiles, produisant ainsi une
tension ou un courant électrique, ou un changement de résistance électrique, en excluant
tout phénomene électrique produit par des changements de température.
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CHAPTER II: TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

NOTE - A number of additional terms of interest for optoelectronic devices, e.g. for radiometric, photo-
metric and spectrophotometric quantities, appear in chapter 845 of the IEV, which supersedes chapter 45.

1 Physical concepts

1.1 (Electromagnetic) radiation (IEV 845-01-01)

1) Emission or transfer of energy in the form of electromagnetic waves with the asso-
ciated photons.

2) 7

1.2 Qptical radiation (IEV 845-01-02)

Electromagnetic radiation of wavelengths lying between the regio ?rays

(= 1 nm)) and the region of transition to radio waves (= 1 nm).

1.3 Visible radiation (IEV 845-01-03)
Any op
NOTE

amou
betwd

since they depend ugon the
he lower limit is generally taken

1.4

~—

1

Optical

1.5 Y

Optical

16 L
1.6.1

1.6.2 jon (see IEV 845-01-03)

NOTH -\ Concept 2 is sometimes used for optical radiation extending outside the visible range, blt this
usage is not recommended.

Visible ratiat

1.7  Photoelectric effect (from IEV 845-05-33: photoelectric detector)

Interaction between optical radiation and matter resulting in the absorption of photons and
the consequent generation of mobile charge carriers, thereby generating an electric poten-
tial or current, or a change in electrical resistance, excluding electrical phenomena caused
by temperature changes.
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2 Types de dispositifs

2.1 Dispositif optoélectronique a semiconducteurs

1) Dispositif & semiconducteurs qui émet ou détecte ou est sensible & un rayonnement
optique cohérent ou non cohérent.

2) Dispositif & semiconducteurs qui utilise un tel rayonnement pour son fonction-
nement interne.

2.2 Photoémetteur a semiconducteurs

Dispositif optoélectronique a semiconducteurs qui convertit directement [I'énergie
électrique en énergie optique rayonnante.

213 Afficheur optoélectronique a semiconducteurs

2|4 Laser a semiconducteurs

2(4.1  Diode laser (a semiconducteurs)

Diode a semiconducteurs qui émet un rayo i cohérent par une émission
sf £ de trous lorsqu’elle|est excitée
par un courant électrique de va seuil de la diode.

thermique 9\uto 1

5 Diode élé

e qu’un laser a semiconducteurs, capable d'€mettre un
‘elle est excitée par un courant électrique.

ynducteurs, autre qu’un laser a semiconducteurs, capable d’émettre un
infrarouge lorsqu’elle est excitée par un courant électrique.

2.7 Dispositif photosensible (a semiconducteurs)

Dispositif a semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour détecter un rayon-
nement optique.

2.8 Récepteur photoélectrique (a semiconducteurs)

Dispositif @ semiconducteurs qui utilise I'effet photoélectrique pour recevoir un rayon-
nement optique.
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2 Types of devices

2.1 Semiconductor optoelectronic device

1) A semiconductor device that emits or detects or that is responsive to coherent or
non-coherent optical radiation.

2) A semiconductor device that utilizes such radiation for its internal purposes.

2.2 Semiconductor photoemitter

A semiconductor optoelectronic device that directly converts electric energy into optical
radiant energy.

2.3 §emiconductor optoelectronic display

A semiconductor photoemitter designed for the presentation of vis

2.4 8emiconductor laser
2.4.1 | (Semiconductor) laser diode

A semiconductor diode that emits coherent optical radiati i jssion
resulting from the recombination of fr 8, ar g\ ectric
current that exceeds the threshold cu

NOTE - The laser diode is mounted on a s ka means
(e.g.|lens, pigtail).

2.4.2 |Laser-diode moddle

A module containing, nd/or

therma| stabilization o

25 L

A sem isible
radiatic
2.6 In

A sem or diode other than a semiconductor laser capable of emitting infrared
radiatio ite

2.7 (Semiconductor) photosensitive device

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical
radiation.

2.8 (Semiconductor) photoelectric detector

A semiconductor device that utilizes the photoelectric effect for detection of optical
radiation.
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2.9 Photorésistance (a semiconducteurs), cellule photoconductrice
(VEI 845-05-37, spécialisé)

Récepteur photoélectrique & semiconducteurs qui utilise la variation de la conductivité
électrique produite par I'absorption d’un rayonnement optique.

2.10 Photopile, cellule photovolitaique (VEI 845-05-38)

Récepteur photoélectrique qui utilise la force électromotrice produite par I'absorption d’'un
rayonnement optique.

2.11 Photodiode (VE| 845-05-39)

F‘écepteur photoélectrique dans lequel un courant photoéle

rique “est iroduit par
I'absorption d’'un rayonnement optique au voisinage d’une jo RNCentre les semi-
cpnducteurs, ou d’une jonction entre un semiconducteur et ug al.

N

ant photo-

L)

hage de la

T

2{15 Photoco

Dispositif opto iconducteurs congu pour le transfert de signaux
électriques pa ayonnement optique, afin d’assurer un couplagg ainsi que
I'i que_e ‘epirée et la sortie.

Ligne autour de laquelle le diagramme principal de rayonnement ou de ser]sibilité est

Y
centre:

NOTE - Sauf spécification contraire, I'axe optique coincide avec la direction du rayonnement maximal ou
de la sensibilité maximale.

3.2 Acces optique (d'un dispositif optoélectronique & semiconducteurs)

Configuration géométrique référencée a un plan extérieur ou une surface extérieure du
dispositif et destinée a spécifier le rayonnement optique émis par un dispositif émetteur ou
recu par un dispositif récepteur.

NOTE - La configuration géométrique doit étre spécifiée par le fabricant a l'aide de paramétres
géométriques, par exemple:
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2.9 (Semiconductor) photoresistor, photoconductive cell (IEV 845-05-37, specialized)

A semiconductor photoelectric detector that utilizes the change of electric conductivity pro-
duced by the absorption of optical radiation.

2.10 Photoelement, photovoltaic cell (IEV 845-05-38)

A photoelectric detector that utilizes the electromotive force produced by the absorption of

optical radiation.
ion of Joptical
ors;xor| of a

goes

2.11 Photodiode (IEV 845-05-39)

A pho:t)felectric detector in which a photocurrent is generated by absorpt
radiation in the neighbourhood of a PN junction between the semicond
junction between a semiconductor and a metal.

2.12 Avalanche photodiode (IEV 845-05-40, specialized)

A photd
amplifigation within the diode.

2.13 Phototransistor

A transistor in which the current produced\y effect in the neighbouthood
of the e i 3

2.15

hotoco:g;
A semi¢onductor gptbe

ais by
ut and

A line apout-which the principal radiation or sensitivity pattern is centered.

NOTE - Unless otherwise stated, the optical axis coincides with the direction of maximum radiation or
sensitivity.

3.2 Optical port (of a semiconductor optoelectronic device)

A geometrical configuration, referenced to an external plane or surface of the device, that
is used to specify the optical radiation emitted from an emitting device or accepted by a
detecting device.

NOTE - The geometrical configuration shali be specified by the manufacturer by means of geometrical infor-
mation, e.g.:
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- position, forme et taille de la zone émettrice ou réceptrice,

- angle d’émission ou de réception,

- autres paramatres, tels que: ouverture numérique de la fibre optique,
orientation de I'axe optique.

Exemples:

Signification des annotations dans les figures:

747-5 © CEl

o = angle d’émission

% = accés optique de diamétre D

IIRéL.I = lieu de référence pour la définition de I'accés optique
Exemple I:  Dispositifs avec fibre amorce (émetteur ou récepfeu

la Dispositif avec fibre amorce nue

e

Réf.: Gaine optique

CEI 10111891

Réf.:|Connecteur

Figure 1b

CEl 1012091
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location, shape and size of the area of emission or acceptance,
angle of emission or acceptance,

other parameters, e.g. numerical aperture of optical fibre,
orientation of optical axis.

Examples:

Signification of annotations in the figures:

o

= emission of acceptance angle

l@‘ = optical port with diameter D

Ref.

Example |: Devices with pigtail (emitter or detector)

= reference locus for the definition of the optical port.

lla Device with bare fibre pigtail

TN
~

|

4 \\;.

DRSS

A

IEC 101191

Ref.: Conn

hdding

bctor

1EC 101291

Figure 1b
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Exemple Il: Dispositifs avec boitier (émetteur ou récepteur) et sans fibre amorce

lla Dispositif avec fenétre, mais sans lentille

y t
Configuration du boitier
7\ / Réf.: Configuration

du boitier

Ilb Récepteur avec fenétre\mais. s tille\(pasti

D\

N

CEl 101391

Figure

lle référencée)

N\

Pastille sensible au rlyonnement,
——~  zone référencée par rapport aux

— dimensions du bottier

N
ARRORIRRER

7

7
Plan frontal de Plan de la pastille
la fenétre L d, | AL "~ (ou plan de la zone sengible)

CEI 1014191

Q.

AL

& H | i £ XY
b UPGI;;UUI WO TA ITTITUT
= angle d’ouverture
= indice de réfraction du matériau de la fenétre

= distance entre la face arriére de la fenétre
et le plan de la pastille

Figure 2b
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Example Il: Packaged devices (emitter or detector), without pigtail

Ita Device with window, but without lens

y t
Package outline
7\' /

Ref.: Package

outline

r

D \x

Figure 2
Ilb Detector with window, but with %

27,

\\§\\\\

e

NNANNN

NN\

Window front

plane ™1d,| AL

EC 101391

area defined
to package o

Chip plane
{or sensitive ar

— Radiation sensitive chip,

with reference
utline

ba plane)

IEC 101491

AL

WINOOW thiCKNess
aperture angle
refractive index of window material

distance between window back plane and
chip plane

Figure 2b
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Réf.: Configuration du boftier

-32 -
lic Récepteur avec lentille
y T
!
o
T Le systéme optique interne
z doit étre spécifié
- ——— — ——— - - —
N\
I D
K N
Figure 2¢

extérieure du boitier

éxsur la fenétre

Figure 2d

CEI 101691
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lilc Detector with lens

Ref.: Package outline

The internal optical system
shall be specified

o«
. b
- — - - - - -

IEC 1016191

Figure 2d
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Exemple lll: Dispositifs sans boitier (émetteur ou récepteur) et sans fibre amorce

Réf.: Dimensions de la pastille

) ou de I'embase
-— Embase

NOTE - L'angle apeut ne pas
étre exigé pour les récepteurs

CEl 1017191

3.3

Région d’une fibre op ithé p oeur.

4

4.1

4.1.
hs 4.1.1.1 &
figure 4).

4.1.%

Intprvalle de<temips entre la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de Jimpulsion

appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'impulsion gle sortie.

41.1.2 Temps de croissance t,

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée inférieure et la valeur spécifiée supérieure sur
le front avant de I'impulsion de sortie.

41.1.3 Temps d’établissement t

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée inférieure sur le front avant de I'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée supérieure sur le front avant de I'impulsion de sortie.

fon = td(on) +1
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Example lil: Non-packaged devices (emitter or detector) without pigtail

g
§
I

Ref.: Chip or chip carrier
outlines

Carrier
NOTE --Angle a may not be
required for detectors.

3.3 (O

That dielectric material of 2

4 Termsrelatedtor

4.1 Geaneral Q

4.1.1  $witchingdi

NOTE |- ually

4111

input pulse.and the lower specified value on the leading edge of the output pulse.

The timqs een the lower specified value on the leading edge of the applied

4.1.1.2 Rise time t

The time interval between the lower specified value and the upper specified value on the
leading edge of the output pulse.

41.1.3 Turn-on time ton

The time interval between the lower specified value on the leading edge of the applied
input pulse and the upper specified value on the leading edge of the output pulse.

ton = td(on) +1
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4.1.1.4 Temps de retard a la coupure td(om

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure sur le front arriéere de I'impulsion
appliquée a I'entrée et la valeur spécifiée supérieure sur le front arriére de I'impulsion de
sortie.

NOTE - Sile temps de retard & la coupure est di principalement au temps de décroissance (relatif aux
porteurs de charges) (par exemple dans le transistor de sortie d'un photocoupleur), on utilise le terme

«temps de décroissance» avec le symbole littéral ts-

41.1.5 Temps de décroissance t,

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure et la valeur spécifiée inférieure sur
le [front arriére de Timpulsion de sortie.

4.1.1.6  Temps de coupure t

Intervalle de temps entre la valeur spécifiée supérieure s i ‘impulsion
agpliquée & I'entrée et la valeur spécifiée inférieure surNe fror { ‘impulsion de
sgrtie.

Entrée relative

100%
Valeur spécifiée supérieure

iarelative 4

100%
écifiée supérieure

Valeur spécifiée inférieure

] 1 ’ . CE!l 1018191

Figure 4 - Temps de commutation


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

747-5© IEC - 37 -

41.1.4 Turn-off delay time td(off)

The time interval between the upper specified value on the trailing edge of the applied
input pulse and the upper specified value on the trailing edge of the output pulse.

NOTE - If the turn-off delay time is mainly due to carrier storage {e.g. in the output transistor of a photo-
coupler), the term "(carrier) storage time" and the letter symbol t, are in use.

4.1.1.5 Fall time tf

NOTE - The time interval between the upper specified value and the lower specified value on the trailing
edge of the output pulse.

4.1.1.6 Turn-off time toff

The time interval between the upper specified value on the trailing blied
input pu

Relative input ]

100%
Upper specified value

Lowef'e value

Lower specified value

t 1t o t
I r d(off
'd(on)—»{ ,<—>: : :4(—>)| 4 :4—
1
1oty ! 1ot
e r—» IEC 101891

Figure 4 - Switching times
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4.2 Photoémetteurs
4.2.1 Flux énergétiques, flux lumineux
4.21.1  Flux énergétique (d’'un photoémetteur) ¢

Flux énergétique émis & partir de I'accés optique du dispositif.

4.2.1.2  Flux lumineux (d’'un photoémetteur) ¢,

Flux lumineux émis & partir de I'accés optique du dispositif.

4.2.2 Efficacités

4.2.21 Efficacité d’un flux énergétique n,, m
efficacité énergétique
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’'une diode

Qyotient du flux énergétique émis ¢, par le courant direc

1 845-01-54:
étre abrégé

ny, =0/

NOTFE - S'il n'existe pas de risque d’ambiguité, en particulier avec les termes définis dans le VEI 845-01-55:
—«efficacité lumineuse dune source» My = 0,/ (/g - Yg), 00 au VEH845-01-56<efficacité tumineuse d’'un
rayonnement» K = oy / 0o le terme «efficacité d'un tlux lumineux» peut étre abrégé en «efficacité lumi-
neuse» ou «efficacité». Cela est pratiquement toujours possible.

4.2.2.4 Efficacité d'une intensité lumineuse m;
(d’une diode électroluminescente)

Quotient de l'intensité lumineuse émise /, par le courant direct /g:

M = L/
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4.2  Photoemitters
4.2.1 Radiant power, luminous flux
4.2.1.1  Radiant power (of a photoemitter) ¢,

The radiant power emitted from the optical port of the device.

4.21.2  Luminous flux (of a photoemitter) ¢,,

The luminous flux emitted from the optical port of the device.

4.2.2 fficacies

4.2.2.1 | Radiant power efficacy n,, m
radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The qudtient of the emitted radiant power ¢, by the forward cu

NOTE| -
Mg =
possil

ency”
lways

4222

The qug

4223

The quati

n, = ¢/

NOTH “#no ambiguity is likely to occur, particularly with the terms IEV 845-01-55: "jluminous effica¢y of a
source™ M, = 6, 7 /g - VgJ, of |Emo1?56ﬁumms-qﬂfcacrm-aﬂadiaﬁuf+r¢v—/-¢e—.the-tern may
be shortened to "luminous efficacy” or "efficacy”. This is nearly always possible.

4.2.2.4 Luminous intensity efficacy n,
(of a light-emitting diode)

The quotient of the emitted luminous intensity /, by the forward current /.

Ny = Mg
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4.2.2.5  Efficacité différentielle d’un flux énergétique n 4, Ny
efficacité énergétique différentielle
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’'une diode laser)

Efficacité du flux énergétique pour la modulation en petits signaux:

Meg = dég/dlg
NOTES

1 S’il n’existe pas de risque d’ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

2 Le terme «efficacité pour la modulation en petits signaux» est utilisé en tant que synonyme.

(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d'une diodeel <

efficacité lumineuse différentielle
(d’'une diode électroluminescente)

1 8'il n’existe pas(de risqug d'anrhig '|'t%r e epPle symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

e diode émettrice en infrarouge ou d’une diode laser)

Efficacité du flux énprgéﬁqup pour la modulation en larges eignam{-

Mgy = 8¢,/ Al

NOTE - S'il nexiste pas de risque d’ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

4.2.210  Efficacité en larges signaux d’une intensité énergétique ng,_
(d’'une diode émettrice en infrarouge ou d’une diode laser)

Efficacité de l'intensité énergétique pour la modulation en larges signaux:

Mg = Al /Al
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4.2.2.5 Differential radiant power efficacy n o Ny
differential radiant efficacy
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The radiant power efficacy for small-signal modulation:

Neq = d¢e/le

NOTES
1 If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

2 The term "small-signal modulation efficacy” is in use as synonym,

4_226 n:ffaranhal rarhanf :nfanon#}l afﬁcac} nle|d

(of an infrared-emitted diode or a laser diode)

The raqiant intensity efficacy for small-signal modulation;
Meig = A4/ dlp
4.2.2.7| Differential luminous flux efficacy 04, M

differential luminous efficacy
(of a light-emitting diode)

The luminous flux efficacy for smalil-sjg

NOTES
1 1

2 Tlhe term "small-sigha

4.2.2.8( Differential i
(of a

The luminous inte

4229

The radiant power efficacy for large-signal modulation:

Mg = A¢ /Al

NOTE - If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

4.2.2.10 Large-signal radiant intensity efficacy ur-m
(of an infrared-emitting diode or a laser diode)

The radiant intensity efficacy for large-signal modulation:

Mg = Al 7 Alg
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4.2.2.11  Efficacité en larges signaux d’un flux lumineux My My
efficacité lumineuse en larges signaux
(d’'une diode électroluminescente)

Efficacité du flux lumineux pour la modulation en larges signaux:

My, = A¢, /Al

NOTE - S'il nexiste pas de risque d'ambiguité, le terme et le symbole littéral abrégés peuvent étre utilisés.

4.2.212  Efficacité en larges signaux d’une intensité lumineuse MyiL
(d’'une diode électroluminescente)

m

fficacité de I'intensité lumineuse pour la modulation en larges sighaux:

Ny = &4 /Al

S

2.3 Fréquence de coupure

412.3.1  Fréquence de coupure (pour la modylati 3 sigrnatx f_g, £,

(d'une diode photoémettrice)
Fréquence a laquelle, pour une : £ € muodulation du courapt direct, le
flux énergétique optique en co 3 5 décru a la moitié de pa valeur 3

basse fréquence.

412.3.2  Fréquence de coupure (p xgivation) en larges signaux foL fo

Allétude.

42.4 Co@

Cpurant di 2 seconde de la courbe du flux énergétique ¢é bn fonction
di couran t /~atteint son premier maximum (voir figure 5).

CEI 1019191

Figure 5 - Courant de seuil d’'une diode laser
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4.2.2.11 Large-signal luminous flux efficacy My N

large-signal luminous efficacy
(of a light-emitting diode)

The luminous flux efficacy for large-signal modulation:

My, = 49,74k

NOTE -

4.2.212 Large-signal luminous intensity efficacy My

(of a light-emitting diode)

If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may be used.

The luminous intensity efficacy for large-signal modulation:

Myie = A7 8k

4.2.3 |Cut-off frequency

4.2.3.1 Small-signal (modulation) cut-off frequency
(of a photoemitting diode)

The fre

dulated

4232

Under donsideration.

Thresholg:

The forward curre
versus forward ¢

42.4

ow=frequency value.

forward current, the demo-

IEC 1019191

Figure 5 - Threshold current of a laser diode
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4.2.5 Diagramme de rayonnement dans I'espace et caractéristiques correspondantes
(d’un photoémetteur) o

4.2.5.1 Diagramme de rayonnement
Diagramme qui caractérise la distribution de I'intensité énergétique (ou lumineuse):
I, (ou [)) = f(8) (voir figures 6a et 6b)
NOTES

1 Sauf indication contraire, il convient que la distribution de I'intensité énergétique (ou lumineuse) soit
spécifiée dans un plan. Ce plan comprend I'axe mécanique z.

a1ax e diagramme de

rayonnement doit étre spécifié pour un seul plan.
diagrammes
5 étre définis

par un dessin dans la spécification particuliére.

4.2.5.2 Angle a mi-intensité 6,

Ddns le diagramme de rayonnement, angle a I'intérj : itensité énergétique (ou
lumineuse) est supérieure ou égale & la moitié d e 6b).

4.2.5.3 Angle de désalignemen} AB
Dgns le diagramme de rayonnew stique (ou
lumineuse) maximale (axe optique

Axe mécanigue

CEI 1020191

X
4

Figure 6 - Diagramme de rayonnement et caractéristiques correspondantes

4.2.6 Caractéristiques spectrales (des diodes électroluminescentes et des diodes
émettrices en infrarouge) (voir figure 7)

4.2.6.1 Longueur d'onde d’émission maximale xp

Longueur d’'onde pour laquelle le flux énergétique spectral est maximal.

4.2.6.2 Largeur de spectre de rayonnement A\

Intervalle de longueurs d’onde pour lesquelles le flux énergétique spectral est supérieur
ou égal & la moitié de sa valeur maximale.
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4.2.5 Spatial radiation diagram and related characteristics (of a photoemitter)

4,251 Radiation diagram

A diagram that characterizes the distribution of radiant (or luminous) intensity:

I, (or 1)) = f(6) (see figures 6a and 6b)

NOTES

1 Unless otherwise stated, the distribution of the radiant (or luminous) intensity should be specified in a

plane. This plane includes the mechanical axis z.

d plane only.
3 If |the radiation pattern has no rotational symmetry to the z axis, radiati
angles|o shall be specified. Then the x, y and z directions shall be defined by a d
cation.

4.2.5.2 | Half-intensity angle 8,,,

In a radigtion diagram, the éngle within which the radia
than or gqual to half of the maximum intensity (see figdre 6b

4.2.5.3 | Misalignment angle A6

In a radijation diagram, the angle betwes
intensity| (optical axis) and the mechanic

z |

1EC 102091

ater

pus)

Figure 6 - Radiation diagram and related characteristics

4.2.6 Spectral characteristics (of light-emitting diodes and infrared-emitting diodes)

(see tigure 7)
4.2.6.1 Peak-emission wavelength lp

The wavelength at which the spectral radiant power is a maximum.

4.2.6.2 Spectral radiation bandwidth A\

The wavelength interval in which the spectral radiant power is greater or equal to half of

its maximum value.
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4.2.6.3  Flux parasite énergétique (relatif) ¢, (par) OY lumineux ¢v(par)'

Valeur du flux énergétique (ou flux lumineux) spectral non voulu dans deux gammes spéci-
fites de longueurs d'onde situées en dessous et au-dessus de la longueur d'onde
d'émission maximale, exprimée en tant que pourcentage du flux énergétique (ou fiux
lumineux) a la longueur d’onde d’émission maximale.

NOTE - Les valeurs spécifiées se référent a la valeur maximale dans chacune des gammes spécifiées de
longueurs d’'onde.

aser)

—

ue spectral

haximal.

s |

2.2 Largeur de specire de rayonnement AA

Largeur qui inclut toutes les longueurs d’'onde pour lesquelles le flux énergétique est égal
ou supérieur au pourcentage spécifié du flux a la longueur d’'onde maximale.

NOTES

1 Sauf indication contraire, le pourcentage spécifié est 50 %.

2 La définition ci-dessus admet dans cette largeur des valeurs maximales inférieures au pourcentage
spécifié.
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4.2.6.3 (Relative) parasitic radiant power q)e(par) or luminous flux ¢v(par)

The value of undesired spectral radiant power (or luminous flux) in two specified wave-
length ranges that lie below and above the peak-emission wavelength, expressed as
a percentage of the radiant power (or luminous flux) at peak-emission wavelength.

NOTE - Specified values refer to the maximum value within each of the specified wavelength ranges.

100 %

50 %

% (par)(z)

e (pan){)

\/

2p 1EC 1021191

4.2.7 ; ] aser diodes and laser-diode modules) (see figure 8')

42.71

The wg \ ak value of the mode with the maximum spectral radiant power.

4.2.7.2  Spectral radiation bandwidth AL

The bandwidth that includes all wavelengths at which the radiant power is equal to or
greater than a specified percentage of the power at the peak-emission wavelength.

NOTES _
1 Unless otherwise stated, the specified percentage is 50 %.

2 The definition allows peak values lower than the specified percentage to be present within this
bandwidth.
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100 %

Flux énergétique
relatif

50 %

p PN Longueur d’onde

hal CEl 1022191

Figure 8 - Caractéristiques spectra
et des modules a diode

42.7.3 Largeur de ligne spectrale AN

Lia'valeur efficace de la largeur est définie par I’expression:
j= 400
T g x-n?
j=—o
A}‘rms = iz oo
X g
= —co

N

ou:

xi est la longueur d'onde

de la ligne spectrale /, avec i = 0 pour kp
a; est I'amplitude

A estla longueur d’onde centrale
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TR i T

Relative radiant
power

50 %

Wavelength

Fi

©

ure 8 - Spectral characteristics of laser diodes and
laser-diode modules

4.2.7.3  Spectral linewidth AX

The wavelength interval between those points of ery R lin which the sp

lue.

vel:

= foo

radianf power is half of its maximum v

4.2.7.4 Central wavelength A

The wgighted average of the mode w

The RMS:bandwidth is defined hy the nyprnm:inn'

EC 103

2191

j= 400
X ax}-n?

f= o0

where:

xi is the wavelength

} of the i"'" spectral line, with i = O for A,

a; is the amplitude

A is the central wavelength

ectral
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4.2.7.6  Nombre de modes longitudinaux n_

Nombre de modes longitudinaux dans la largeur de spectre de rayonnement, y
modes aux limites de la bande. '

4.2.7.7  Espacement de modes s,

Différence de longueur d'onde entre deux modes longitudinaux voisins.

4.2.7.8 Rapport de suppression de mode proche SMS

Rapport du:

NOTE - Le rapport de suppression de mode proche est normalement

.
'

Longueur d’'onde
CEl 102319

ort de suppression de mode proche

ectral (en fonction du courant ou de la température) A\

N

efficient de réflexion a I'entrée S11

p -

I'étude.

4.2.711  Flux énergétique (d’'une pastille laser sur embase) ¢

e0o

Voir le chapitre I, section huit, paragraphe 6.1.

4.2.8 Source d’émission {d’'une diode laser)

4.2.8.1  Largeur de source d’émission s,

747-5© CEl

compris les

Sur la facette de la diode laser, dans la direction de I'axe principal, largeur a l'intérieur de
laquelle lintensité énergétique est supérieure ou égale au pourcentage spécifié de la

valeur maximale (voir figure 10).
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4.2.7.6  Number of longitudinal modes n.,

The number of longitudinal modes within spectral radiation bandwidth, including the
modes at the band limits.

4.2.7.7 Mode spacing Sm

The difference in wavelength for two neighbouring longitudinal modes.

4.2.7.8 Side-mode suppression ratio SMS

The ratio of:

- the radiant power at the peak-emission wavelength cpep, to
- 1he radiant power of the next most intense mode b, (see fig 9).

NOTE - Side-mode suppression ratio is normally expressed as:

(0
SMS = 10 -log [P (dB]
q’e

-

>
Wavelength
IEC 1023191

4.2.7.9

Under

42710 ection coefficient 544

Under donsideration.

4.2.7.11  Radiant power (of a laser chip or submount) Peoo

See chapter lll, section eight, subclause 6.1.

4.2.8 Emission source (of a laser diode)
4.2.8.1 Emission source width Sy

On the facet of the laser diode, in the direction of the major axis, the width within which
the radiant intensity is larger than or equal to a specified percentage of the maximum
value (see figure 10).
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NOTES
1 Ladirection de I'axe principal est la direction paralléle au plan de la jonction PN.

2 Sauf indication contraire, le pourcentage spécifié est 50 %.
4.2.8.2  Hauteur de source d’émission s

Sur la facette de la diode laser, dans la direction de I'axe secondaire, hauteur 3 I'intérieur
de laquelle I'intensité énergétique est supérieure ou égale au pourcentage spécifié de la
valeur maximale (voir figure 10).

NOTES

1 Ladirection de I'axe secondaire est la direction perpendiculaire au plan de la jonction PN.

—2——Sautindication comntraire, te pourcentage specifie est 50 %:

2.8.3  Astigmatisme d A

4
Aptigmatisme du rayonnement émis qui provient d’une différence‘\danrs fa\cotub
dlonde dans les directions de I'axe principal et de I'ax
en général le centre de la courbure dans la directi
d

erriére la facette que dans l'autre direction.

NOTES

pn lorsque le

——= Axe optiqye

CE-H024/91

Figure 10 - Source d’émission d’'une diode laser

4.2.9 Caractéristiques de bruit (des diodes laser)
4.2.9.1 Bruit d’intensité relative RIN

A I'étude.
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NOTES
1 The direction of the major axis is the direction parallel to the PN junction plane.

2 Unless otherwise stated, the specified percentage is 50 %.
4.2.8.2  Emission source height s,

On the facet of the laser diode, in the direction of the minor axis, the height within which
the radiant intensity is larger than or equal to a specified percentage of the maximum
value (see figure 10).

NOTES
1 The direction of the minor axis is the direction perpendicular to the PN junction plane.

2 Ujless ofherwise stated, the specified percentage Is 50 %.

4.2.8.3 | Astigmatism d,

An astigmatism of the emitted radiation that comes from a diff
wave frdnt in the directions of the major and minor axis, respe
centre of the curvature in the direction of the major axis is
the other direction.

NOTE

1 The astigmatism can be represented by the curvat
(see figure 10).

2 T
beam

b of a\convex-virtual emission spurce

of t@fo

Major axis

sing lens when the focyissed

- = Optical axi$

1EC 102491

Figure 10 - Emission source of a laser diode

4.2.9 Noise characteristics (of laser diodes)
4.2.9.1  Relative intensity noise RIN

Under consideration.
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4.2.9.2 Rapport porteuse sur bruit C/N
Le quotient

- du carré du flux énergétique moyen a une fréquence spécifiée, par

- les fluctuations du carré du flux énergétique, norme dans une bande de fréquence
de largeur unitaire centrée sur la fréquence porteuse.

4.2.9.3 Facteur K; bruit de partition de mode

A I'étude.

4.2.10.1  Erreur de piste

A |'étude.

4.8 Dispositifs photosensibles

4.8.1 Courants de sortie (d’'une photodiode)

Cq
ing

nt optique

A

4.8.2.1.) Courdnt collecteur (sous rayonnement optique) IC(H) ou IC(e) lo

Courant collecteur total lorsque le phototransistor est exposé a un rayonnement optique
incident.

4.3.2.2 Courant d’obscurité collecteur-émetteur ICEO

Courant en I'absence de rayonnement optique incident.
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4.2.9.2 Carrier-to-noise ratio C/N
The quotient of:

- the mean square radiant power at the specified frequency, to

- the mean square radiant power fluctuations normalized to a frequency band of unit

width centered on the carrier frequency.
4.2.9.3 K-factor; mode partition noise

Under consideration.

4.2.10  Additional characteristics (of laser-diode modules)

4.2.10.1 Tracking error

Under cdnsideration.

4.3 Phptosensitive devices

4.3.1 Qutput currents (of a photodiode)
NOTE |- The subscripts D for dark and P for photo are sii

43.11

The tota

4.3.1.2 | Dark current
The revelrse curre;: in
4.3.1.3 | Photocurfe.

That par

caused by incident optical radiation:

Ip = ’R(H)‘ IR(D)
43.2 (

4.3.21 Collectoreurrent (under optical radiation) IC(H) or Ic(e), Ie

The total collector current when the phototransistor is exposed to incident op

radiation.

4.3.2.2 Collector-emitter dark current ’ceo

The collector current in the absence of incident optical radiation.

ical
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4.3.3 Sensibilité

4.3.3.1 Sensibilité (de diode) Sp,, S
(d’'une photodiode)

Quotient du

- courant photoélectrique I, par
- lirradiance E_ (ou illuminance E ) a l'accés optique de la photodiode.

b I

P
Sp = ou Sy =
Ee Ev
NOTE - S'il n'existe pas de risque d’ambiguité, le terme et le symbole littéral abregé utilisés.

4.3.3.2 Sensibilité (a I'entrée) Sgp, S
(d’'une photodiode irradiée [illuminée] a partir
optique) (voir figure 11)

e fibre

Qyotient du

- courant photoélectrique /p, par

- le flux énergetique ¢, (ou ) artir de la fibre optique, pour
des valeurs spécifiées du déf ¢ i distance z de I'extrémité avant

NOTES

1 S’iln ds
2 Dans le¥ sp

utilisés.

Accés optique

r \ Courant photoélectrique Ip

Flux énergétique total ¢, /

Wiy

CEl 102591

Figure 11 - Sensibilité a I'entrée S

4.3.4 Fréquence de coupure (d’une photodiode)
4.3.41 Fréquence de coupure en petits signaux f_y, f_

Fréquence 2 laquelle, pour une profondeur constante de modulation du flux énergétique
en petits signaux a I'entrée, le flux du signal démodulé a décru a la moitié de sa valeur a
basse fréquence.
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4.3.3 Sensitivity

4.3.3.1 (Diode) sensitivity Sy, S
{of a photodiode)

The quotient of

- the photocurrent Ip, by
- the irradiance E_ (or illuminance E, ) at the optical port of the photodiode.

1 !
P P
Sy = or Sy =
E E,
NOTH - If no ambiguity is likely to occur, the shorter term and letter symbol may ed

4.3.3.2| (Fibre-input) sensitivity Sgp, S
(of a photodiode irradiated [illuminated] from the fro d of ar opticalNibre
(see figure 11)

~

The quagtient of

- the photocurrent Ip, by
Cified

- the radiant power ¢, (or luminoys\flux ¢,
btical

valug¢s of the radial displacement
fibre| relative to the optical port of thepho

NOTHS
1 Ifno ambigq:; ij like
2 In specificatiois

.Optical port

r \ Photocurrent /,

[
Total radiant power ¢ /
———eowmitted-from-the-fibre

IEC 1025191

Figure 11 - Fibre-input sensitivity SFD

4.3.4 Cut-off frequency (of a photodiode)
4.3.41  Small-signal cut-off frequency f_y, f.

The frequency at which, for constant small signal modulation depth of the input radiant
power, the demodulated signal power has decreased to 1/2 of its low-frequency value.


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

-58 - 747-5 © CEI

NOTE - Pour la mesure de f_, lorsque le courant photoélectrique de la photodiode est observé, une
baisse de 1 & 2 du flux énergétique correspond & une baisse de 1 4 2 du courant photoélectrique. Par
conséquent, lorsque le courant photoélectrique est mesuré en tant que chute de tension dans la résistance
de charge, le critére de baisse de 1 a 2 s’applique également a la tension & condition que la résistance de
charge soit faible en comparaison de la résistance de sortie de la photodiode.

4.3.4.2 Fréquence de coupure en larges signaux fou o

Frequence a laquelle, pour une profondeur constante de modulation du flux énergétique
en larges signaux a I'entrée, le flux du signal démodulé a décru a ia moitié de sa valeur a
basse fréquence.

NOTE - La note du paragraphe 4.3.4.1 s’applique.

4.3.5 Diagramme de sensibilité dans 'espace et caractéristique rrespoRdantes
(des dispositifs photosensibles)

4.3.5.1 Diagramme de sensibilité

Diagramme qui caractérise la distribution de la sensibi

S =

NOTES
un plan. Ce

hgramme de

z, plusieurs
oivent alors

angle a l'intérieur duquel la sensibilité est qupérieure
& maximale (voir figure 12b).

X CEI 1026191

Figure 12 - Diagramme de sensibilité et caractéristiques correspondantes
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NOTE - When, for the measurement of fc' the photocurrent of the photodiode is observed, a 1-to-2
decrease in radiant power corresponds to a 1-to-2 decrease in photocurrent. Therefore, when the latter is
measured as a voltage drop across a load resistance, the criterion of a 1-to-2 decrease applies also to the
voltage, provided the load resistance is small compared with the output resistance of the photodiode.

4.3.4.2  Large-signal cut-off frequency £, fs

The frequency at which, for constant large signal modulation depth of the input radiant
power, the demodulated signal power has decreased to 1/2 of its low-frequency value.

NOTE - The note to subclause 4.3.4.1 applies accordingly.

4.3.5 [Spatial sensitivity diagram and related characteristics
{of photosensitive devices)

4.3.5.1| Sensitivity diagram

As diagram that characterizes the distribution of sensitivity;

S = f(0) (see figures 12g’and 12b

NOTHS

1 Upless otherwise stated, the distribution of se plane
includes the mechanical axis z.
2  [f|the sensitivity pattern has a rotational symme Bpeci-
fied fdr one plane only.
3 If nal ‘s etry o the 'z axis, sensitivity diagrams for vsrrious
angle$ 6 shall be specified. 3 dire s shall be defined by a drawing in the detail dgpecifi-
cation

4.3.5.2 | Half-sensiti

In a sensitivity al to

half of the maximu

4.35.3

In a se gle between the direction for maximum sensitivity (optical

Figure 12 - Sensitivity diagram and related characteristics

IEC 102691
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4.3.6 Caractéristiques spectrales
(des dispositits photosensibles) -
4.3.6.1 Longueur d’'onde de sensibilité maximale kp

Longueur d’onde pour laquelie la sensibilité spectrale est maximale.

4.3.7 Facteur de multiplication M
(d’'une photodiode a avalanche)

Rapport du:

747-5© CEl

- courant photoélectrique dans une condition pour laquelle la multiplication de

porteurs se prodult (/5, a Vg,), surle

- courant photoélectrique dans une condition pour laquele auctre it
porteurs ne se produit (/5, a Vp,):

R1 'ap

A I'études

plication de

7

4.4.1 Rapport du transfert de courant

4.41.1 Valeur statique du rapport de transfert (direct) du courant hF( otr)’ he

Rapport du courant continu de sortie sur le courant continu d’entrée, la tension de sortie

étant maintenue constante.

NOTE - L’abréviation CTR(c.c.) est parfois utilisée a la place d’'un symbole.
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4.3.6 Spectral characteristics
(of photosensitive devices)
4.3.6.1  Peak-sensitivity wavelength kp

The wavelength at which the spectral sensitivity is a maximum.

4.3.7 Multiplication factor M
(of an avalanche photodiode)

The ratio of:
- the photocurrent under a condition at which carrier muitiplication takes place (/5 at
Vpy, to
- the photocurrent under a condition at which no carrier multiplication takes)plage (/g
at Vo)
Ia1 )
M = (see figure 13)
Ina
Iy &
H
1 Iap
: |
A% ! Ve
R
\s Vi,
IEC 1027191
Mudtipfication factor of an avalanche diode
4.3.8
he photodiode)
Under
4.4 Phetocouplers,—optocouplers
4.4.1 Current transfer ratio

4.41.1  Static value of the (forward) current transfer ratio hF( ctr)’ he

The ratio of the d.c. output current to the d.c. input current, the output voltage being held
constant.

NOTE - The abbreviation CTR(d.c.) is sometimes used instead of a symbol.
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4.4.1.2  Rapport du transfert (direct) du courant, la sortie étant en court-circuit,

pour de petits signaux hf( otr)’ by

Rapport du courant alternatif de sortie sur le courant alternatif d’entrée, la sortie étant
court-circuitée au point de vue alternatif.

NOTE - L'abréviation CTR(c.a.) est parfois utilisée a la place d’un symbole.

4.4.2 Fréquence de coupure f

Frequence pour laquelle la module du rapport de transfert du courant en petits signaux a

décru a 1/¥ 2 fois sa valeur en basse fréquence.

J.4.3 Capacité entrée-sortie C,

Capacité totale entre toutes les bornes d’entrée réunies

s born § de sortie
Bunies.

—

4.4.4 Résistance d’isolement RIO

Résistance entre toutes les bornes d’entrée réu borhes de sortie réunies.

445 Tension d’isolement

4452

bs tensions
cluant toutes les tensions transitoires non répét]ﬁves.

Maleur insta
fansitoire

—

itoire répétitive est habituellement fonction du circuit. Une tensjon transitoire
sment due a une cause extérieure et on admet que son effet a complétement

aleur instantanée la plus élevée d’'une impulsion de tension d’isolement de cpurte durée

ol F PT-oN PY L) pu ] Aomify S
el U HIivTiG U Viive opoLiHlIcT.,

5 Symboles littéraux

A I'étude.
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4.41.2

Small-signal short-circuit (forward) current transfer ratio hf( ctr) h;

The ratio of the a.c. output current to the a.c. input current, the output being short-

circuite

dto a.c.

NOTE - The abbreviation CTR(a.c.) is sometimes used instead of a symbol.

442

Cut-off frequency fotr

The frequency at which the modulus of the small-signal current transfer ratio has de-

creased to 142 of its low-frequency value.

443

The toj
nals ¢

4.4.4

The re
connec

4.4.5

The vo

4451

4452

The hig
voltage

NOTE -

is us
next

4453

Input-to-output capacitance C,n

al capacitance between all input terminals connected toged
nnected together.

Isolation resistance RIO

sistance between all input terminals connect
ted together.

Isolation voltage

The hijhest instantaneous value of an isolation voltage pulse of short time duration a

specifi

Asria ol
awavesnape:

5 Letter symbols

Under consideration.

ut 5ermi-

ninals

Repe@

hest instanta e/isolation voltage including all repetitive trampsient
oltage
re the
nd of
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CHAPITRE IIl: VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

SECTION UN - DIODES ELECTROLUMINESCENTES
(A I'exclusion des dispositifs pour systémes ou sous-systémes
a fibre optique traités dans la section sept)

1 Type

Diodes électroluminescentes a température ambiante spécifiée ou a température de
boitier spécifiée.

2 Matériau semiconducteur

FPhosphure-arséniure de gallium, etc.

3 Couleur

4 Details d’encombrement et d’encapsula

41 Numéro CEI| et/ou numérg

4.2 Méthode d’'encapsulation>\verre

D

3
t le boitier.

D

absolues) dans la gamme des températures

Valeurs li :
pn contraire

8

age’minimale et maximale (Tstg).

Applicable aux dispositifs a deux diodes connectées anode-cathode et cathodetanode.

4 Courant direct continu maximal (/) a une température ambiante ou de boitier de
25 °C et courbe de réduction ou facteur de réduction.

55 S'il y a lieu, courant direct de pointe maximal (/c,,) a une température ambiante ou
de boitier de 25 °C, dans des conditions d’impulsions spécifiées.

6 Caractéristiques électriques

Pour les diodes multiples, les caractéristiques doivent étre données pour chaque diode.
Pour les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre
exigées.
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CHAPTER Ill: ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

SECTION ONE - LIGHT-EMITTING DIODES
(Excluding devices for fibre optic systems or subsystems
dealt with in section seven)

1 Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting diode.

2 Semiconductor material

Gallium arsenide-phosphide, etc.

3 Colour

4 Details of outline and encapsulation

4.1 |§EC and/or national reference number of t

42 M

d the

operating ambient or case temperature (Tamb OF Tease)-

5.4 Maximum continuous forward current (/=) at an ambient or case temperature of 25 °C
and derating curve or derating factor.

5.5 Where appropriate, maximum peak forward current (/epy) @t an ambient or case tem-
perature of 25 °C, under specified pulse conditions.

6 Electrical characteristics

For multiple diodes, the characteristics should be given for each diode. For special applica-
tions, additional characteristics may be required.
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Conditions a Ta",nb

Réf. Caractéristiques ouT ___=25°C, Notes| Symboles Exigences

case
sauf indication contraire

6.1 Tension directe I spécifié (en continu Ve Max.
ou en impulsions)
6.2 | Courantinverse Vy spécifié 1 I Max.
6.3 | Intensité lumineuse le long I spécifié (en continu 2,3 I, Min.
de I’axe mécanique défini ou en impulsions)
64 Lullyuvul ctondedémission I'F apéu;ﬁé (cu contint ;\'P Min. Max.
maximale ou en impulsions)
6.5 | Largeur de spectre Valeur de la moitié de A Max.
de rayonnement (s'il y a lieu) I’émission maximale, /. ayan(
la valeur spécifiée au
paragraphe 6.4
6.6 | Temps de commutation Max.
(s'il y a lieu)
6.7 | Angle & mi-intensité Max.
(s'ily a lieu)
NOTES
1 Non applicable aux dispositifsa es cgnnectées anode-cathode et cathode-anode.
2 Si I'angle solide a I'intérieur du étre spécifié.
8| lumineuse
en fonction

Diagramme donnant, sous forme de graphique, l'intensité lumineuse typique en fonction
de la longueur d’onde.

7.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s’il y a lieu.
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Conditions at T,
Ref. Characteristics or T .., =25 °C, Notes| Symbols Requirements
unless otherwise stated
6.1 Forward voltage Ie specified (d.c. or puise) Ve Max.
6.2 | Reverse current V specified 1 In Max.
6.3 | luminous intensity along the I specified (d.c. or pulse) 2,3 l, Min.
defined mechanical axis
6.4 | (Peakemissiomrwavetength f—specified<{d-corputse) “p M| Max.
6.5 | |Spectral radiation Half value of peak emission, Ar Max.
bandwidth (where appropriate) with /. as specified in
subclause 6.4 x
6.6 | [Switching times N Max.
(where appropriate)
6.7 | |Half-intensity angle \ Max.
(where appropriate)
NOTES
1 |Not applicable to dual-diode devices
2 |f the included solid angle over whig easured is not negligible, it should be
spedified.
3 [For diodes intended fopuse inN luminous intensity is also required.
N
7 Su
7.1 A
A diag , and
using ei
7.2
A diagram.graphically expressing typical luminous intensity versus wavelength.
7.3 Mechanical information

Mounting and soldering conditions, where appropriate.
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SECTION DEUX — DIODES EMETTRICES EN INFRAROUGE

747-5© CEl

(A I'exclusion des dispositifs pour systémes ou sous-systémes i fibre optique

traités dans la section sept)

1 Type

Diode émettrice en infrarouge a température ambiante spécifiée ou a température de

boitier spécifiée.

2 Matériau semiconducteur

rséniure de gallium, etc.

Détails d’encombrement et d’encapsulation

aenc renment.

4 dans la gamme des tem

41 le \ey‘maximale (7

to)-

d °C, dans des conditions d’'impulsions spécifiées.

dventuelle entr¢ une borne

pératures

t maximale

courant direct de pointe maximal (/) & une température gmbiante ou

5 Caractéristiques électriques

Pour les applications spéciales, des caractéristiques supplémentaires peuvent étre

exigées.
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SECTION TWO - INFRARED-EMITTING DIODES
(Excluding devices for fibre optic systems or subsystems,
dealt with in section seven)

1 Type

Ambient-rated or case-rated infrared-emitting diode.

2 Semiconductor material

Gallium arsenide, etc.

3 Details of outline and encapsulation
3.1 IEC and/or national reference number of the outline dra

3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/othe

3.3 Tlerminal identification and indication of a { 2 n a terminal apd the

cas.

4 Limiting values (absolute maxi er the operating temperaturel
range, uniess otherwise stated

4.1

4.2 Toase):
4.3

44 WM s n ou pard current (/) at an ambient or case temperature of
and de urye orderating factor.

4.5 , maximum peak forward current (/,,,) at an ambient or
tempe under specified pulse conditions.

25 °C

case

5 Electrical characteristics

For special applications, additional characteristics may be required.
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Conditions a T
Réf. Caractéristiques ouT7__ _=25°C, Notes | Symboles Exigences

case
sauf indication contraire

5.1 | Tension directe I spécifié (en continu Ve Max.
ou en impulsions)

§.2 | Courant inverse Vp, spécifié I Max.

6.3 | Flux énergétique ou intensité I spécifié (en continu o Min.
énergétique le long de I'axe ou en impuilsions) I/, Min.
mécanique défini

5.4 | Longueur d'onde d’émission Ie spécifié (en continu 7‘p Min. | Max.
maximale ou en impulsions)

5.5 | Largeur de spectre Valeur de la moitié de A Max.
de rayonnement (s'il y a lieu) I'’émission maximale, /. t

la valeur spécifiée au
paragraphe 5.4

N

5.6 | Temps de commutation > Max.

(s’il y a lieu)

§.7 | Angle & mi-intensité Max.
(s'il y a lieu)

5.8 | Capacité (il y a lieu) (\ (\(> G Max.

NOTE - Si I'angle solide & Fintérigur duquelNonXmes Iintensité n’est pas négligeable, [il doit étre
spécifié.

7y -

6 iInformatio

> me de graphique, le flux ou l'intensité énergétique typique
par rapport a axe mécanique défini et utilisant des cpordonnées

Niagramme~donnant, sous forme de graphique, le flux énergétique typique oy l'intensité
dnergétique typique en fonction de la longueur d’onde.

6.3 Informations mécaniques

Préciser les conditions de montage et de soudage, s'il y a lieu.
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Conditions at Tmnb

Ref. Characteristics or T, =25°C, Notes | Symbols [Requirements

unless otherwise stated

5.1 | Foreward voltage I specified (d.c. or pulse) Ve Max.
5.2 | Reverse current V specified Ig Max.
§.3 | Radiant power output or I specified (d.c. or pulse) 1 0, Min.

radiant intensity along the 1y Min.

defined mechanical axis

5.4 | |Peak emission wavelength I specified (d.c. or pulse) Max.

5.5 | |Spectral radiation bandwidth Half value of peak emission, Max.
(where appropriate) with /. as specified in

subclause 5.4

5.6 | |Switching times < Max.
(where appropriate)

5.7 | |Half-intensity angle Max.
(where appropriate)

5.8 | |Capacitance (where appropriate) (\ C Max.

N/

NOTE - If the included solid angle over which the intensity is\measured is not negligible, it should be

spetified. (\

spical radiant power output or radiant intensity yersus
5 'defined mechanical axis, and using either polar or rectapgular

expressing typical radiant power output or radiant intensity versus

6.3 Maechanical information

Mounting and soldering conditions, where appropriate.
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SECTION TROIS - PHOTODIODES
(A I'exclusion des dispositifs pour systémes ou sous-systémes 3 fibre optique)

1 Type

Photodiode & température ambiante ou a température de boitier spécifiée, destinée aux
applications en petits signaux et en commutation.

2 Matériau semiconducteur

Silicium, etc.

Détails d’encombrement et d’encapsulation

£

1 Numéro CE! et/ou numéro national de référence

L

L

.2 Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastig

3.3 Identification des bornes et identificd entre une
Horne et le boitier.
4 Valeurs limites (systéme des li pératures
de fonctionnement, sauf indi
t maximale
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, SECTION THREE — PHOTODIODES
(Excluding devices for fibre optic systems or subsystems)

1 Type

Ambient-rated or case-rated photodiode intended for small-signal and switching applica-

tions.

2 Semiconductor material

Silicon,

etc.

3 Details of outline and encapsulation

3.1 lEEC and/or national reference number of the outline draw

32 M

ethod of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

nd the

5 °C,

3.3 Terminal identification and indication of any Conpection W a terminal a
case.
4 Limiting values (absolute maximy e gperating temperature
range, unless otherwise stated '
4.1 Minimum and maxip
4.2 Minimum and maxi i bi or case temperature (Tamb or Tcase .
(Por) Up to ambient or case temperature of
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5 Caractéristiques électriques

Conditions a Tarnb

Réf. Caractéristiques ouT,  _=25°C, Notes| Symboles Exigences

sauf indication contraire

5.1 | Courantinverse sous radiation Vy speécitie 1 Ia H) Min.

E, ou E_ spécifié . ou SR(e)
6.2 | Courant d’obscurité Vp specifie, E, =0 I Max.
5.3 | Courant d'obscurité V,, spécifié, E, = 0 5 Max.

aune haute tnmpérnfnra

Tamb OY T.ase SPECIfige

5.4 | S'ily alieu, sensibilité spectrale Vv spécifie, E_ spécifieé, S Min.
pour une courte longueur
d'onde A, spécifiée

et pour une longueur d'

Min.

=
c
(7]
<
-
V]
=}
Q
®©
>
[N
]
el
o
[e]
=
®
(L)
%))

§.5 | Temps de commutation
(s’il y a lieu):

temps de croissance et t Max.

temps de décroissance 4 Max.

ou:

temps d’établissement et w tn Max.
Max.

toff

é A\m\ozt la Publication 306-1 de la CEl)|due a une
e temp@rature>de couleur T = 2 855,6 K ou obtenue a|l’aide d’'un

ochromatique.

temps de coupure

NOTE - llluminatio

ant; sous forme de graphique, la sensibilité spectrale relative jen fonction

SECTION QUATRE - PHOTOTRANSISTORS
(A I'exclusion des dispositifs pour systémes et sous-systémes a fibre optique)

1 Type

Phototransistor a température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée,
destiné aux applications en petits signaux et en commutation.

2 Matériau semiconducteur

Silicium, etc.
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5 Electrical characteristics

Conditions at T,
Ref. Characteristics or Tcase =25 °C, Notes| Symbols Requirements
unless otherwise stated
5.1 Reverse current under Vi, specitied 1 IR(H) Min.
irradiation E, or E_ specified or IR(e)
6.2 | Dark current Vi specified, E =0 Iq Max.
5.3 | Dark current Vp, specified, E_, =0 ata I Max.
specified higl
Tamb or Tcase
5.4 | |Where appropriate, V,, specified, E_ specified, N
spectral sensitivity at a short wavelength
A, specified \/
and at a longer wavelength inY
A, specified
6.5 | |Switching times Specified circuit
(where appropriate):
rise time and Max.
fall time Max.
or:
turn-on time and Max.
turn-off time ) Max.
NOTE - lllumination by sgapdard illuminant A ordi\mzc Publication 306-1) emitted from a
filampent tungsten lamp wi etature 285 K or with radiation from a defined m¢no-
chrgmatic source.

AN

A diag

SECTION FOUR - PHOTOTRANSISTORS

1 Type

(Excluding devices for fibre optic systems or subsystems)

Ambient-rated or case-rated phototransistor intended for small-signal and switching appli-

cations.

2 Semiconductor material

Silicon, etc.
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3 Polarité

NPN/PNP.

4 Details d’encombrement et d’encapsulation

747-5 © CEI

4.1 Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement.

42 Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

4.3 Identification des bornes et indication d'une connexion éventuelle entre une borne

eff Te boitier.

§ Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans Iz
de fonctionnement, sauf indication contraire

[$)]

1 Températures de stockage minimale et maxin

5|2 Températures de fonctionnement, amhb
( ramb ou 7_case)'

513 Tension collecteur-émetf

5|4
5{4.1 an courant emetteur nul (Vge).
514.2 ale pour un courant collecteur nul (Vego)-

ératures

t maximale

£0)-

oude boitier de 25 °C, et

dissipation de puissance totale maximale (Pyop) jusqu’a une températurT ambiante

- facteur de réduction au-dessus de 25 °C (K}) ou courbe de réduction.
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3 Polarity

NPN/PNP.

4 Details of outline and encapsulation
4.1 IEC and/or national reference number of the outline drawing.
4.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

4.3 Terminal identification and indication of any connection between a terminal and the
case.

5 Limiting values (absolute maximum system) over the opers rature
range, unless otherwise stated

5.1  Mjinimum and maximum storage temperature (Tstg).

52 M p Of Tcase)

53 M
5.4 Where an external base connection is pr
5.4.1 Mpximum collector-base vo i itfer current (V50)-

5.4.2 Maximum emitter-bs G e with zego collector current (Vego)-

5.5 Where no@ 3

56 M

57 W

T

OC,

- nraximum total’'power dissipation (Pt Up to ambient or case temperature of 2
and

- derating factor above 25 °C (K,) or derating curve.
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Conditions & T,
Réf. Caractéristiques ouT _ =25°C, Notes| Symboles Exigences
case g
sauf indication contraire
6.1 Courant collecteur sous Vce spécifié, Iy =0 1 lo H) Min. [Max.*
irradiation E, ou E_ spécifié ou ;C(e)
6.2 | Courant d’obscurité Voe spécifié, [; =0 lego Max.
collecteur-émetteur o =
6.3 | Courant d'obscurité Voe spécifié, I =0 leeo Max.
cottecteur-émetteur Ee =0, aune haute tempera-
ture T, ou T spécifiée
6.4 | Tension de claquage 1, spécifié, Iy = 0, V(B g0 Min.
collecteur-émetteur Ee =0
6.5 | Tension de claquage émetteur- Ig spécitié, E_=0 BR) Min.
base ou, s'il n’y a pas de
connexion de base, tension de
claquage émetteur-collecteur (BR)ECO Min
6.6 | Tension de saturation 1 Veesat Max.
collecteur-émetteur
6.7 | S'ily alieu, sensibilité <
spectrale S Min.
P N
s Min.
£.8 | Temps de comiqutation
(s'il y a lieu),
Temps de groissance et écifie, Ve et /g 1 Max.
tempje décroissancge spégifiés, Ev ou Ee spécifié 4 Max.
3 Circuit spécifié, Vi et /o tn Max.
spécifiés, E, ou E_ spécifié Lot Max.

7

7.1

Informations supplémentaires

7.2 Diagramme spectral typique

Diagramme de sensibilité typique

Diagramme donnant, sous forme de graphique, la sensibilité spectrale relative en fonction
de la longueur d’'onde.
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6 Electrical characteristics

Conditions at Tamb

Ref. Characteristics or 7., = 25 °C, Notes| Symbols Requirements

unless otherwise stated

6.1 Collector current under Vg specified, /5 =0 1 IC(H) Min. |Max.*
irradiation Ev or E_ specified or Ic(e)

6.2 Collector-emitter Ve specified, /g =0 /CEo Max.
dark current E =0

6.3 | Collector-emitter Ve specified, 15 =0 leeo Max.
dark current E_ =0, at a specified high

temperature—F_——of

6.4 Collector-emitter I, specified, /; = 0, V(B c
breakdown voitage E,=0

6.5 Emitter-base breakdown voltage Ic specified, E_ =0 Aerd

in.
r, where no base connection is >

resent, emitter-coliector break-
iown voltage . (BRIEBO Min
6.6 Collector-emitter I, specified, I = 0, Max.

gaturation voltage E, or E_ specified, préferab
as in subclause 6.

6.7 Vhere appropriate,
gpectral sensibility

— /
(]
2

S Min.
6.8 witching times
here appropriate):
se time and t Max.
Il time
4 Max.
qr
turn-on tim‘@; L, Max.
turn-off time
T Max.
* Whq
NOTHE iafnat standard illuminant A (according to IEC Publication 306-1) emitted from a
tung i ith7a colour temperature T = 2 855,6 K or with radiation from a defined mogo-
chron

7 Supplementary information

7.1 Diagram of typical sensitivity
7.2 Typical spectral diagram

A diagram graphically expressing relative spectral sensitivity versus wavelength.
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SECTION CINQ - PHOTOCOUPLEURS, OPTOCOUPLEURS
(AVEC TRANSISTOR DE SORTIE)

1 Type

Photocoupleurs & température ambiante spécifiée ou a température de boitier spécifiée,
avec transistor de sortie, pour applications d’isolement de signaux.

2 Matériau semiconducteur

Diode d’entrée: arséniure de gallium, arséniure d’aluminium, etc.

Transistor de sortie: silicium, etc.

3 Polarité du transistor de sortie

4 Deétails d’encombrement et d’encapsulation

41 ent.

4.2

:1;3

une borne

Ité, etc.

age minimale et maximale (Tstg).

onctionnement, ambiantes minimale et maximale oy d’'un point

5.4  Tension continue inverse maximale & I'entrée (Vg)-
5.5  Tension collecteur-émetteur maximale, la base étant en circuit ouvert (Veeo)

56 Tension collecteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base,
I’émetteur étant en circuit ouvert (Vego)-

57 Tension émetteur-base maximale, s'il existe une connexion externe de base, le
collecteur étant en circuit ouvert (Vego)-
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SECTION FIVE - PHOTOCOUPLERS, OPTOCOUPLERS
(WITH OUTPUT TRANSISTOR)

1 Type

Ambient-rated or case-rated photocouplers, optocouplers, with transistor output, for signal-
isolation applications.

2 Semiconductor material

Input diode: gallium arsenide, aluminium arsenide, etc.

output gransistor: silicon, etc.

3 Polarity of the output resistor

4 Details of outline and encapsulation

41 EC and/or national reference number of the(out{ing drawing:

4.2

4.3 ¢ ection between a terminal and the
case.

5 Limiting values (a : * over the operating temperature
ran \ :

Indicat¢ any qu@ iON ) requency, pulse duration, humidity, etc.

5.1 age temperatures (T, ).

stg

5.2
or Tref)

amb

5.3

Maximu
5.4  Maximum continuous (direct) reverse input voltage (Vy).
5.5 Maximum collector-emitter voltage, with the base open-circuited (Veeo)-

5.6 Maximum collector-base voltage, where an external base connection is present,
with the emitter open-circuited (Vgq)-

5.7 Maximum emitter-base voltage, where an external base connection is present, with
the collector open-circuited (Vggg)-
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ou:

5.8 Tension émetteur-collecteur maximale, s'il n'existe pas de connexion externe de
base (Vgeo)-

5.9 Tension maximale d’isolement continue ou de pointe répétitive (V5 ou V|gg\)-
La forme d’onde et la vitesse de répétition doivent étre spécifiées.
5.10 S'ily a lieu, tension maximale d’isolement de surcharge accidentelle (V|gg\)-

‘onde indi-
qu

|

v

Viosm
90% Viosm {

10% Viosm —-———§ \(\ % » ~

PN NN

17581

ée direct continu maximal (/) & une température ambiarjte ou d’'un

513" Courant d’entrée direct de pointe maximal (Joq,) @ une température ambiante ou
d’un point de référence de 25 °C et dans des conditions d’impulsions spécifiées.

5.14 Dissipation maximale de puissance (P, ) du transistor de sortie a une température
ambiante ou d’'un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de
réduction.

5.15 Dissipation totale maximale de puissance dans le boitier (P,,,) & une température
ambiante ou d’un point de référence de 25 °C et courbe de réduction ou facteur de
réduction.
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or:

5.8 Maximum emitter-collector voltage, where no external base connection is present
(Veco)

5.9 Maximum continuous (direct) or repetitive peak isolation voltage (V|q or V|og\)-
The waveshape and repetition rate should be specified.

5.10 Where appropriate, maximum surge isolation voltage (V,5g)-

figure 14.

90%

50%

10%

N"

178781

511 M

512 M oint

tempera

513 Max boint

- FH » FH - C - - H F - -
temperature of 25 °C and under specified pulse conditions.

5.14 Maximum power dissipation (P,) of the output transistor at an ambient or
reference-point temperature of 25 °C and a derating curve or derating factor.

5.15 Maximum total power dissipation of the package (P,,) at an ambient or reference-
point temperature of 25 °C and derating curve or derating factor.
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Conditions & T_

Réf. Caractéristiques ouT_ . =25°C, Notes| Symboles Exigences
sauf indication contraire
6.1 Tension directe de la diode I¢ spécifié Ve Max.
d'entrée
6.2 Courant inverse de la diode Vi spécifié In Max.
d'entrée
6.3 Courant d'obscurité collecteur- Ve spécifié, I = 0, leeo Max.
smetsur fa = irear Tt}
ou, s'il y a lieu*, courant Vep spécifié, I = 0, les Max.
d’obscurité collecteur-base Ie=0
5.4 Courant d'obscurité collecteur- Vee spécifié, I et [; =0, £0 Max.
émetteur Tamb OU Tof spécifié
ou, s'il y a lieu*, courant
d’obscurité collecteur-base
leso Max.
5.5 Tension de saturation collecteur- VCEsa‘ Max.
émetteur
ou, s’il y a lieu*, tension VcB Max.
collecteur-base
5.6 Rapport de transfert de courant he ou Min.| Max.
CTR (c.c.)
5.7 S'il y a lieu, rapport de transfer, ~ h;ou Min.| Max.
de courant différentiel CTR (c.a.)
1 ) Min.
1 c, Max.
Vee IF. et RL.spé.cifiés, . th Max.
/. nominal, circuit d’essai L Max.
spécifié
Voo IF_et RL.spé.cifiés, ' t Max.
le nominal, circuit d’essai A Max.
spécifié
;, ou / et V. spécifiés, 2 o Min.
g =

* En fonctionnement dans le mode diode.
NOTES

1
2

Toutes les bornes d’entrée sont réunies et toutes ies bornes de sortie le sont également.

La fréquence de coupure est la plus faible fréquence pour laquelle la valeur absolue du rapport de

transfert de courant en alternatif est de 0,707 fois sa valeur a trés basse fréquence.

7

A I'étude.

Informations supplémentaires
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Conditions at Tamb

Ref. Characteristics or T...o = 25°C, Notes Symbols |Requirements
unless otherwise stated
6.1 Input diode forward voltage Ic specified Ve Max.
6.2 Input diode reverse current Vy, specified I Max.
6.3 Coliector-emitter dark current Vo specified, Ip =0 Ieeo Max.
Iy = 0 (base open circuit)

or where-approoriate* collector V. ___sngcified [ =0 L Max
T Fr Lad T L TF T TBO .

base dark current =0
6.4 Collector-emitter dark current Ve specified, |z and /; = 0, \ Max.
Tomp OF T, specified
br, where appropriate*, collector- [ V5 specified, I = 0,
base dark current I.=0
Tomb ©F T,of SPecified Max.
6.5 Collector-emitter saturation Ic and /. specified, I, = Max.
oltage
br, where appropriate*, collector- Max.
base voltage
6.6 Current transfer ratio Min. ||Max.
CTR (d.c.)
6.7 Where appropriate, differential h; or Min. ||[Max.
current transfer ratio CTR (a.c.)
6.8 |solation resistance between 1 ho Min.
nput and output
6.9 Where appropriate, input-to- 1 C, Max.
butput capacitanc
6.10| Where appropriate, switchi
imes: Q
urn-on time arid ified Vi, e and R, t Max.
urn-off time nominal /,, test circuit L Max.
ecified
I' Specified V., [ and A, t Max.
nominal IC test circuit A Max.
specified
6.11 Zoff lyor I, et V. specified, 2 Fo Min.
lg=0
* Fof operation in the diode mode.
NOTES

1 All input terminals shouid be connected together and all output terminats shorld be connected together.

2 The cut-off frequency is the lowest frequency at which the magnitude of the a.c. current transfer
ratio is 0,707 times its value at very low frequency.

7 Supplementary information

Under consideration.
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SECTION SIX - DIODES LASER

1 Type
Diodes laser a température ambiante ou de boitier spécifiée pour les applications suivantes:

Type A: application générale

Type B: taisceau laser concentré

Type C: transmission optique numérique
Type D: transmission optique analogique

N

Semiconducteur

2|1 Matériau

Matériau tel que GaAs, GaAlAs, InGaAsP.

2|2 Structure

Structure telle que guidage en gain, guidage pay

31
312

33 ation d’'une connexion électrique éveniuelle entre

ne borne i&le

4 Caractg

3 (ques, posi-

H{

3 protection,

C(

bératures

4.1 Rayon minimal de courbure de la fibre amorce, s’il y a lieu.

4.2 Traction maximale sur la fibre amorce ou le cable s’il y a lieu, dans la direction de
I'axe de la fibre amorce d’entrée ou du cable.

4.3 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).

4.4  Températures minimale et maximale de fonctionnement.

4.4.1 Température ambiante ou de boitier (T__ ou T . ).
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SECTION SIX — LASER DIODES

1 Type
Ambient-rated or case-rated laser diodes for the following applications:

Type A: general

Type B: focussed laser beam

Type C: optical digital transmission
Type D: optical analogue transmission

2 Semiconductor

2.1 aterial

Material such as GaAs, GaAlAs, InGaAsP.

2.2 Structure

Structu

3 De
3.1 B
3.2 M

3.3 T minal

and the

3.4 (C sition

relative

3.5 In ction,

conneqtoT

4 Liniting-va
ra'l}Ige, unless

4.1 Minimum bend radius of the pigtail, where appropriate.

absolute maximum system) over the operating temperature
erwise stated

4.2 Maximum pull force pigtail (fibre or cable), where appropriate, in the direction of the
axis of the input pigtail (fibre or cable).

4.3 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg)
4.4 Minimum and maximum operating temperatures.

4.41 Ambient or case temperature (T, or T__ ).
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4.4.2 Température de I'embase, s'il y a lieu (T, ).

4.5 Température maximale de soudage (temps de soudage et distance minimale par
rapport au boitier (Tgq)-

4.6  Tension inverse maximale (Vg).

4.7 Une ou plusieurs des valeurs maximales ci-dessous & une température ambiante
ou de boitier de 25 °C avec courbe de réduction ou facteur de réduction en fonction de la
température:

- Courant direct continu (/,,).

- Puissance émise continue (¢,)-

- Courant direct, en impulsions, a fréquence et rapport ¢ Tew)-

- Flux énergétique, en impulsions, a fréquence et rappo (Depp)-

n

Caracteristiques électriques et optiques

e flux énergétique doit étre spécifié en foncticnne i ipns selon le
le seuil I(TH)

oo
»
T
(@]
@
=
=
>
onay
D
"
—
c
>
(2}
o
o
-y
o
=
—
Q
=
(¢}
O
-
Q
D
T
a0}
»
»
Y
—

u dispositif en mesure.

Réf. Caractéristiques 5 Exiz

/\ /‘ % gences
5.1 Tension d| W Ve X X X X Max.

6.2 &%ll\x \) o | x| x| x x| min.
et max.

5.3 ange iseNau ZTH) q>e(TH) X X X X Max.
Ntd sewjl

lrec au-dessus | ¢, spécifié Al (M X X X X Max.

/’\‘;
o
o
n.
©
(2
=

8.4.2 irect au-dessus | ¢, spe’ciﬁé Al @) X X X X Max.

rapi de seuil T Tcase

ou Tamb max.

5.5 Rendement différentiel ¢, ou Al specifié Ny X X X X Min.
et max.
5.6 Longueur d’'onde Ale ou ¢ spécifié xp X X X X Min.
d’émission maximale et max.
NOTES

1 En fonctionnement continu.

2 En modulation.
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4.4.2 Submount temperature, where appropriate (T, )-

4.5 Maximum soldering temperature (soldering time and minimum distance to case)

(Tsld)'

4.6 Maximum reverse voltage (V.

R)-

4.7 One or more of the following at an ambient or case temperature of 25 °C together
with a derating curve or derating factor with temperature:

Maximum continuous forward current (/,,).

Maximum continuous radiant power (¢

eM)'

Maximum pulsed forward current at stated frequency and puls
Maximum pulsed radiant power at stated frequency and

5 Electrical and optical characteristics
Radiart power shall be specified as continuous or e. Al
indicatps a forward current above the measured thfeshold cutrent being
measufed.
Ref. Characteristics .
Requi-
rements
51 Foreword voltage Max.
5.2 Thresholt Min.
/\ \/\ R max.
5.3 Radiant power at " Po(Th) Max.
thresh
5.4.1 $ 0, specified ar, (D Max.
5.4.2 o, specified, Al @ Max.
T=T,. max.
or T, ., max.
5.5 Differential efficiency ¢, or Al specified N4 Min.
& max.
5.6 Peak emission Al or ¢ specified Ap Min.
wavelength & max.
NOTES
1 CW=operation.
2 In modulation.
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Conditions & T, Types

Réf, Caractéristiques ou Toueo = 25 °C, Symboles . 5 Exi-

sauf indication contraire gences

5.7.1 | Largeur de spectre Al ou g, spécifié Ak X X Min.
d'émission et max.
ou:

5.7.2 | Nombre de modes longi- Al ou ¢, spécifié n., X X Min.
tudinaux et espacement et max.
de modes 5, X X Min.

et max.

§.7.3 | Largeur de raie spectrale | Al ou 0, spécifié (a I'étude) X X Max.
(s'il y a lieu)

.8 Angle a mi-intensité sur Al ou ¢_ spécifie 8, (1) Max.
deux plans spécifiés 8,4 (

(sans fibre amorce)
N

.9 Angle de désalignement Al ou ¢, spécifié /—\ AN Max.

§.10.1| Dimension de la source Al ou ¢, spécifié, Min.
d’émission (sans fibre axes de référg et max.
amorce), largeur et 8eifié
hauteur

H.10.2| Astigmatisme (sans Max.
fibre amorce)

511 Reststancelw ntie Al 0, spécifre Iy X X Max.

5112 Temps de spmmutatio olaxisation en courant

(A% © o) Spécifice
5112.1 L, X X Max.
5|12.2 >mpu|sion de courant on + Lot X X Max.
a I'entrée, largeur et
rapport cyclique spécifiés
AN

SK&e\eje\y}upure Al; ou ¢ spécifié f, X Min.
empetits signaux

5[14,%| Bruit relatif en intensité 9., I, Af, spécifiés RIN Max.
(sans fibre amorce)

5.14.2| Rapport porteur/bruit 0, f AL f . m spécifiés C/N X X Max.

NOTES

1
2

En fonctionnement continu.
Modulé.
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Conditions at T, Types
Ref. Characteristics or Tppee = 25 °C, Symbols Require-
. A B Cc D
unless otherwise stated ments
5.7.1 | Spectral radiation Al or o, specified Ak X X X X Min.
bandwidth & max.
or:
5.7.2 | Number of longitudinal Al or ¢ specified nes X X X X Min.
modes and mode spacing & max.
Sm X X X X Min.
B max.
5.7.3 | [Spectral linewidth, Al or ¢, specified (Under X Max.
where appropriate consideration) (\\
58 Half-intensity angle in Al or ¢, specified 84,0 (1), X X \\ ?\Aax.
two specified planes 840 (2) /\
(without pigtail) /\
5.9 Misalignment angle Alg or ¢ specified ) \\ \\ V Max.
5.10.1| [Emission source size Al or o, specified, /!‘w n \)/ Min.
without pigtail), referenceg axes 56 & max.
width and height
5.10.2| Astigmatism dn X Max.
without pigtail)
511 Differential resistafﬁ 4 X X Max.
5.12 | Bwitching @
5.12.1 Rise time and'falf t Lt X X Max.
Dr:
5.12.2{ [Furn-ontime\and Inputpulse current, ton > loff X X Max.
urn-off tim jdth and duty specified
5.18 Al or o, specified fc X Min.
5.14.1| Relative intensity noise 0. f . Af specified RIN X ax.
(without pigtail)
5.14.2| Carrier to noise ratio o, 1., Af, £, m specified C/N X X Max.
NOTES

1
2

CW operation.
Modulated.



https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

-92- 747-5 © CEl

6 Informations supplémentaires

6.1 Déplacement du spectre en fonction de la température.
6.2 Capacité totale.

6.3 Inductance totale.

6.4 Parameétre S11

1| Type

mbiante ou
5 OU SOuUS-

Dfode électroluminescente ou diode émettrice
tgmpérature de boitier spécifiée, avec ou san
systémes a fibre optique.

2| Matériau semiconducteur

uelle entre

34 Pour dispositifs avec fibres amorces, information sur la structure de la fibre
i ini i jaration de
I'extrémité, y compris le connecteur, par exemple type de fibre, diamétre de coeur, ouver-
ture numérique et longueur de la fibre optique de sortie.

4 Valeurs limites (systéemes des limites absolues) dans la gamme des
températures de fonctionnement, sauf indication contraire

4.1 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).

4.2 Températures ambiantes ou de boitier minimale et maximale (T, amb OU Teaco)-


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

747-5©IEC -93-

6 Supplementary information

6.1

6.2

6.3

6.4

1

Ambient-rated or case-rated light-emitting or infrareg
fibre pigtail for fibre optic systems or subsystems.

2

GaAs, (GaAlAs, InGaAsP

3 Del

3.3 T¢
and the

3.4

minimu

Semiconductor material

Spectral shift as a function of temperature.

Total capacitance.

Total inductance.

S, parameter.
SECTION SEVEN - LIGHT-EMITTING DIODES
AND INFRARED-EMITTING DIODES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEMS OR SUBSYSTE
Type

Fordevices

ith of without gptical

minal

fibre

vith pigtails, information on output optical fibre pigtail structure,

. For

example, kind of fibre type, core diameter, numerical aperture and length of the output
optical fibre.

4 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature

4.1

4.2

range, unless otherwise stated

Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).

Minimum and maximum ambient or case temperatures (7, or 7. ).
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4.3  Température maximale de soudage (7).

Le temps maximal de soudage et la distance minimale par rapport au boitier doivent étre
spécifiés.

4.4  Tension inverse maximale (Vg).

4.5 Courant direct maximal 4 une température ambiante ou de boitier de 25 °C () et
courbe de réduction ou facteur de réduction.

4.6 Sl y a lieu, courant direct de créte maximal & une température ambiante ou de

b o ' ifi { Ve

4.7  Dissipation maximale de puissance a une température i n\o\de boitier de
45 °C (Pyy)-

48 Sl y a lieu, température maximale virtuelle de o} s dispositifs a

—

empérature de boitier spécifiée (T(vj)).
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4.3 Maximum soldering temperature (Tga)

Maximum soldering time and minimum distance to case should be specified.

4.4 Maximum reverse voltage (Vg)-

4.5 Maximum continuous forward current at an ambient or case temperature of 25 °C
(/e) and derating curve or derating factor.

4.6  Where appropriate, maximum repetitive peak forward current at an ambient or case
temper, : ° iti iti

[

4.7 Maximum power dissipation at an ambient or case temperaturé.of 25

4.8 Where appropriate, maximum virtual junction tempera dse-rate vices
(Tep)-
B
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Conditions a T,

amb
Réf. Caractéristiques ouT,. =25°C, Notes | Symboles Exigences
sauf indication contraire
5.1 Tension directe Ie spécifié Ve Max.
5.2 Courant inverse Vi, spécifié I Max.
5.3 Résistance différentielle I spécifié r Max.
(a’;: ya :;cu) (
N
5.4 Capacité aux bornes Ve spécifié, >t Max.
(il y a lieu) f spécifié /\
5.5 | Résistance thermique \ \R‘{Q Max.
jonction-boitier (si T(v.) max. \
est spécifiée au paragraphe 4.8 \
5.6 Puissance équivalente de bruit I¢, bande équivatente \1> NEP Max.
(Note 1) (s'il y a lieu) bruit, f(é&enc nNe
X )
5.7 Pour dispositifs avec fibres
amorces:
» Flux énergétique i 2 0, Min. | Max.
I spécifié (en continu ou 2 I, Min. { Max.
< en impulsions ou les deux)
de™intensjté énergétique en
fonction.de la température
et
« Courbe typique de T'intensité
énergétique en fonction du
courant direct (en continu ou
en impulsions, comme spécifié)

Pour les notes, voir page 100.
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5 Electrical and optical characteristics

Conditions at T,

amb
Ref. Characteristics or T ... =25°C, Notes | Symbols Requirements
unless otherwise stated
5.1 Forward voltage I specified Ve Max.
5.2 Reverse current Vy, specified Ig Max.
5.3 Differential resistance I specified r Max.
(where—appropriate)
(
5.4 Total capacitance Ve specified, Ciot Max.
where appropriate) f specified /\
5.5 Thermal resistance between Nﬂ]( o) > Max.
unction and case (if T, ., max. Y
s (Vi)
(s specified in subclause 4.8
5.6 Noise equivalent power (Note 1) I¢, equivalent noisg bapd® 1 \)EP Max.
where appropriate) width, centre f nec
PaN
N\
57 For devices with pigtails: )\/
Radiant power 2 o, Min. jMax.
and
Typical curve or coeffi
of radiant power vers
mperature
nd
¢ Typical cupve of
versus fo @
gr pulse, as $pégific
Ie specified (d.c. or puise 2 / Min. [Max.

or both)

o Typical curve of radiant
intensity versus forward
current (d.c. or pulse, as
specified)

For notes, see page 101.
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Réf.

Caractéristiques

Conditions a Tamb
ou Tcase =25 oC’
sauf indication contraire

Notes

Symboles

Exigences

58

Pour dispositifs sans
fibre amorce

Angle & mi-intensité
(s'il y a lieu)

Ie spécifié

172

Min. | Max.

5.9

Pour dispositifs sans

fibreamorce:

Désalignement entre I'axe
optique et I'axe mécanique
spécifié (s'il y a lieu)

Ic spécifié

AQ

Max.

Pour dispositifs avec

fibre amorce:

Angle du céne a la sortie de
la fibre amorce

I spécifie

’

Max.

Distorsion et/ou linéarité

N
Longueur d'onde d’émission &
de pointe

et:
Courbe typique ou coefficient
de variation de |

en fonction de |

AN
(A rét\?\m\)u / (\)

écifi

N

N

Min. [ Max.

§.13

N
re

@;,éciﬁé

AA

Max.

N
Lar de\gpect
ray@-e

Fréquence de coupure du flux

I¢ spécifié

I spécifié

Max.
Max.
Max.

Min.

énergétique-ou-detintensité
énergétique (a I'étude).

56.15

Pour dispositifs sans
fibre amorce:

Dimensions de la source
d’émission et position par
rapport au boitier

Pour les notes, voir page 100.
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Ref.

Characteristics

Conditions at T_
orT .. =25 °C,
uniess otherwise stated

Notes

Symbols

Requirements

5.8

For devices without pigtail:

. Half intensity angle

(where appropriate)

I specified

172

Min. { Max.

5.9

For devices without pigtail:

n
optical axis and specified
mechanical axis

(where appropriate)

1 specified

Max.

For devices with pigtails:

Cone angle from the end of
pigtail

I¢ specified

Q

Max.

Distortion and/or linearity

(Under consrdera on)

Peak emission wavelength

land:

Typical curve or coefficient

of change of peak emission
wavelength versus te atur

E\w

Min. || Max.

Spectral radftlon ban

AM

Max.

Either:
Switching times,

Cut-off frequeney of radiant
power or intensity (under

>

I¢ specified

I specified

o™

Max.
Max.
Max.

Min.

consideration).

5.15

For devices without pigtail:

Emission source size and
location by reference to the
package

For notes, see page 101.
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Conditions a T,

amb
Rét. Caractéristiques ou T, =25°C, Notes | Symboles Exigences
saut indication contraire
5.16 | Niveau des émissions parasites I spécifié (en continu ou Max.
entre des longueurs d’onde en impulsions)
spécifiées (s'il y a lieu)
5.17 | Diagramme typique de rayon-
nement
NOTES
1 Termes ou symboles littéraux a I'étude.
2 Sily alieu.
3 Valeur de la moitié de I'émission de pointe, I ayant la valedr spégifig¢e Ju paragraphe §.12.
W\
6§ Informations supplémentaires
A I'étude.
SECTION HUIT — AS AVEC FIBRES AMORCES
1 Type
Lie module tage pose des 8 ents de base suivants:
diode laser
fibre amorgé
photodiade

essaire

201\ Matériaux

diode laser par exemple: GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodiode par exemple: Ge, Si, GalnAs

capteur de température } si nécessaire
élément Peltier

2.2 Structure

Diode laser, par exemple: guidage par le gain, guidage par indice, réseau a contre-

réaction distribuée, etc.
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Conditions at T_

Ref. Characteristics or T =25 °C, Notes | Symbols

case
unless otherwise stated

Requirements

5.16 | Parasitic emission levels I specified (d.c. or pulse)
between specified wavelengths
(where appropriate)

Max.

5.17 | Typical radiation diagram

NOTES

6 Supplementary information

Under ¢onsideration.

SECTION EIGHT Q ITH PIGTAILS

1 Type

The laser modu 0

laser diode
pigtail
photodiodes
thermdl se

Peltier|efe

where appropriate

2 Semicond

2.1 Material

e
1 | Terms or letter symbols are under consideration.
2 | Where appropriate.
3 | Half value of peak emission with /. as specified in subclause 5,1{\
N

laser diode e.g. GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodiode e.g. Ge, Si, GalnAs

thermal sensor } where appropriate
Peltier element

2.2 Structure

Laser diode, e.g.: gain guided, index guided, distributed feedback, etc.
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3 Détails d’encombrement et d’encapsulation
3.1 Numéro CEl et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement.
3.2 Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

3.3 Identification des bornes et indication d’'une connexion électrique éventuelle entre
une borne et le boftier.

3.4 Information sur la fibre amorce, par exemple: type de fibre, type de protection, con-
necteur, longueur.

35 information sur le refroidissement du boitier.

4 Valeurs limites (systeme des limites absolues) dans la ] E)ératures

de fonctionnement, sauf indication contraire

o)

fonditions générales

4.1 Températures de stockage minimale ef

B

.2 Températures de fonctia

1N

.3 Températures de fonction ale et maximale (embase) (si hécessaire)

Eub)‘

~—~

114 ) i émps de soudage et distance minimale par
r -

boitier) (1.

- 1 u I

- Force de traction maximale sur le cable (F).
4.8.2 Structure serrée:

- Force de traction maximale sur le cable (F).
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3 Details of outline and encapsulation
3.1 IEC and/or national reference number of the outline drawing.
3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal
and the case.

3.4 Information on the pigtail fibre, e.g.: type of fibre, kind of protection, connector,
length.

3.5 |||\formation on the heatsinking of the package.

4 Limiting values (absolute maximum system) over the oper temperatyr
range, unless otherwise stated

General conditions
41 M
42 M

43 M

4.4 M case)

(Tgiq)-

45 M

4.7 V|

48 T

4.8.1 |Untight structUre:

- Maximum tensiie force on fibre (FJ.
- Maximum tensile force on cable (F).

4.8.2 Tight structure:

- Maximum tensile force on cable (F).
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Diode laser
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Pour les modules laser sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction ou le facteur de
réduction doit étre donné pour un des paramétres suivants: 4.10 4 4.13. Pour les modules

laser avec refroidisseur Peltier, Toup €St égal a 25 °C.

Hurée défi-

4.9 Tension inverse maximale (VR)-

4.10 Courant direct continu maximal (Je)-

4.11  Flux énergétique continu maximal ()

4112 Impulsion de courant direct maximale, pour une fréque et Nlée définies
(Itp)-

413 Flux énergétique pulsé maximal & une fréquence é nce et™yn

nies (q>ep).

Photodiode

4.14 Tension inverse maximale

4.15 Courant direct maximal (/

Capteur de températyre (si néce

jal en conditions de refroidissement et de chauffage (/

PE)-
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Laser diode

For laser module without Peltier cooler, derating curve or derating factor must be given for
one of following parameters, 4.10 to 4.13. For laser module with Peltier cooler, T_
equals to 25 °C.

4.9 Maximum reverse voltage (V).

4.10 Maximum continuous forward current (/).

411 Maximum continuous radiant power (¢,).

4.12 |Maximum pulsed forward current at stated frequency and pulse

4.13 [Maximum pulsed radiant power at stated frequency andpu

Photodiode
4.14 [Maximum reverse voltage (Vy)
4.15 Maximum forward current (/).

Thermal sensor (where appropriate)

4.16.1
or

4.16.2 Maximum vg{
Thermal ele

g appropriate)

417 current under cooling and heating (/pg).
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5§ Caractéristiques électriques et optiques

Conditionsa 7, =25 °C pourle
module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques Tamb OU Tooeo = 25 °C pour le Symboles | Exigences

module laser sans élément Peltier
sauf spécification particuliére

Diode
- laser .
5.1 Tension directe ¢, ou /. spécifié Ve Max.
5.2 Courant de seuil I(TH) Min. |Max.
§ 38— Fluxénergétique au courant Po(T Max.
de seuil
8.4 Courant direct au-dessus du 9, spécifié < e Max.
seuil (pour module laser avec T=T,, Max.ou T . max.
refroidisseur Peltier)
8.5 Efficacité différentielle ¢, ou Al spécifié ur Min. |Max.
(pour module laser avec T=T_,.,Mmax.oug, .~
refroidisseur Peltier)
8.6 Caractéristiques spectrales
§.6.1.1 | Longueur d’'onde d’émission kp (1) Min. |Max.
de pointe
§4.6.1.2 | Largeur spectrale AM (1) Max.
a mi-hauteur i
du
§.6.1.3 Max.
ement continu nm Max.
§.6.1.4 7 ou Al spécifié Ap (2) Min. |Max.
condition de modulation spécifiée
§.6.1.5 ¢, ou Al spécifié AX (2) Max.
condition de modulation spécifiée
Q
5.6.2.1 ueupd'onde centrale 9, ou Al spécifié = (B Min. |Max.
fonctionnement continu
65.6.2.2 | Largeur spectrale quadratique ¢, ou Al spécitié M‘(rms) (1) Max.
moyenne
ou
6.6.2.3 | Espacement modal et nombre ¢, ou Al spécifié nm Max.
de modes longitudinaux
NOTES

1 En fonctionnement continu.

2 En modulation.
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5 Electric and optical characteristics

Conditions at T_, =25°C for
laser with Peltier cooler,
Ref. Characteristics Tomb OF Toaee = 25 °C for laser Symbols  |Requirements
module without Peltier cooler
unless otherwise stated
Laser
diode
5.1 Forward voltage ¢, or I specified Ve Max.
5.2 Threshold current I(TH) Min. |Max.
5.3 Radiant power at threshold e =y [ ) Max.
54 Forward current above ¢, specified A \\/ Max.
threshold (for laser module T=T_,,max. or T mp MAX.
without Peltier cooler)
55 Ditferential efficacy (for 9, or Al specified Min. |} Max.
laser module without T=T.,.,max.or T ~"m
Peltier cooler)
5.6 Spectral characteristics
5.6.1.1| | Peak emission wavelength Min. Max.
5.6.1.2 | | Spectral radiation bandwidth A (1) Max.
FWHM
or
5.6.1.3 [| Mode spaging ard numb Alpgpecified Max.
Iongitudd tion nm Max.
5.6.1.4 || Peak emissio yWof Al specified A, (2) Min. |Max.
)odulation condition specified
56.15 ¢, or Al specified AX (2) Max.
modulation condition specified
and/or
5.6.2.1 o, or Al specified > M Min. [Max.
CW-operation
§.6.2.2 'TSpectratradiation 9, Ofr &l specitied B rmsy (1) Max.
RMS bandwidth
or
5.6.2.3 |Mode spacing and number of 9, or Al specified nm Max.
longitudinal modes
NOTES

1
2

CW-operation.

In modulation.
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Conditions a T_, =25 °C pour le
module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques Tamb OY Toase = 25 °C pour le Symboles Exigences
module laser sans élément Peltier,
sauf spécification particuliére
5.6.2.4 | Longueur d’'onde centrale 9, ou Al spécifié A ) Min. |Max.
en modulation condition de modulation spécifiée
5.6.2.5| Largeur spectrale quadratique 9, ou Al spécifié Ak (2) Max.
moyenne en modulation condition de modulation spécifiée
$.7 Module laser & mode spectral unique, sous modulation directe s
$.71 Largeur de mode spectral 9, ou Al spécifie Max.
condition de modulation'spécifi
872 Rapport de suppression des o S Min.
modes extrémes
8.8.1 Glissement spectral Ak, Max.
§.8.2 Glissement spectral de modu AX, Max.
laser sans refroidisseur Peltier
8.9.1 t,t Max.
polarisation A/ ou ¢,
gt/ou c ‘impulsion d'entrée,
rée et rapport cyclique spécifiés
§.9.2 on Max.
Lot
q.10 o, ou Al spécifie f, Min.
q.11 Alp ou o, Ay, £ m et f, spécifiés C/N Min.
Rhetodi
.12 $,=0 /r(o) Max.
V,, spécifié
5.13 Courant inverse sous rayon- ¢, ou Al spécifié IR(e) Min. {Max.
nement optique Vi spécifié
soit
5.14.1 | Capacité de la diode Vy et f spécifiés Ciot Max.
NOTES

1
2

En fonctionnement continu.

En modulation.
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Conditions at 7, = 25 °C for
laser module with Peltier cooler,
Ref. Characteristics T. . orT __ =25°C forlaser Symbols |Requirements
amb case
module without Peltier cooler,
unless otherwise stated
5.6.2.4 |Central wavelength under ¢, or Al specified A (2) Min. |Max.
modulation modulation condition specified
65.6.2.5 |Spectral radiation RMS ¢, or Al specified A s (2) Max.
bandwidth under modulation modulation condition specified
5.7 Single spectral mode laser module under specified direct modulation Q\/
571 Spectral mode width o, or Al specified ' Max.
modulation condition specified
5.7.2 Side-mode suppression ratio o, or Al specified Min.
modulation conditi
5.8.1 Spectral shift Ak, Max.
5.8.2 Spectral shift for laser module AL Max.
without Peltier cooler
5.9.1 Rise time, Lot Max.
fall time
and/or
59.2 Turn-on tj L, Max.
turn-off tire tr
5.10 > or Al specified f, Min. {[Max.
5.1 Al or o, Ay, £, mand f0 specified C/N Min.
Monitor
6.12 Dark'curre ¢,=0 /,(o) Max.
Vy, specified
5.13 Reverse current under 9,, or Al specified /R(e) Min. [Max.
optical radiation Vp, specified
either
5.14.1 [ Diode capacitance Vg and fspecified Ciot Max.
NOTES

1
2

CW-operation.

In modulation.
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Conditions & T, = 25 °C pour le
module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques T b OU Toage = 25 °C pour le Symboles Exigences
module laser sans élément Peltier
sauf spécification particuliére
ou
5.14.2 | Temps de croissance, ¢, ou Al spécifié L.y Max.
temps de décroissance V, spécifie
5.15.1 | Rapport de contréle 9, ou Al et Vp spécifiés, Ep, Max.
gamme de température: 25 °C a \
Toase Min. ou T, . min.
et/ou
$.15.2 | Rapport de contréle 2 Max.
Chermistance
si nécessaire)
.16 Résistance R Min. | Max.
817 Pente de la wgsistanc AR/R Min. | Max.
érature de fonctionnement:
b (1) Togp (2)
Elément Pelg
(si nécessaire
§.18 0, ou Al spécifié g Max.
Température de fonctionnement:
Tease Min., T .. max.
5.19 0, 0U Al spécifié Vor Max.
Température de fonctionnement:
T sase OU Tamb. min. et max.

Pour les notes, voir p. 108.
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Conditions at T_ . = 25 °C for

sub

laser module with Peltier cooler,

Ref. Charactéristics Tamb OF Toase = 25 °C for laser Symbois Requirements

module without Peltier cooler,
unless otherwise stated

or

5.14.2 |Rise time, ¢, or Al specified Ly Max.
fall time V specified

5.15.1 | | Tracking error ¢, or Al amd V specified, E, Max.

temperature range: 25 °C to

Tiase Min.or T min.

and/or x \\/

6.15.2 | | Tracking error : 9, Or Al and V, specifi 2 Max.
temperature range: 25-°

Tease Max.or T,

Thermiktor
(where[appropriate)

5.16 Resistance R Min. || Max.
517 Slope of resistanc AR/R Min. || Max.
Peltier turrent 3
(where appropriate)
5.18 0, or Al specified e Max.
Temperature range:
Tease Min., T max.
5.19 ¢, or Al specified Vo Max.
Temperature range:
Tease OF Tomp mMin. amd max.

For the notes, see p. 109.
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6 Informations supplémentaires

6.1 Courant direct continu de la diode laser correspondant a ¢, .

NOTE - ¢, niveau de flux énergétique de la pastille laser sur embase, représentatif des performances
et de la fiabilité des dispositifs de méme technologie et soumis aux mémes procédures d’assurance de la
qualité.

6.2 Temps de réponse en température de la thermistance en fonction de la variation du
courant de refroidissement (si nécessaire).

6.3 Résistance thermique entre jonction diode laser et boftier (sans refroidissement):

1

‘thj-c”

q.4 Parameétre S1 1-

71 Précautions a prendre

Voir la Publication 825 de la CEI.

fec ou sans

n

ent.

3.2 d’'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

3.3 Identification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre
une borne et le boitier.

3.4 Pour les dispositifs avec fibres amorces, information sur la structure de la fibre
optique d'entrée, sur le rayon minimal de courbure de la fibre et sur la préparation de
I'extrémité, y compris le connecteur, par exemple type de fibre, diamétre de coeur, ouver-
ture numérique et longueur de la fibre optique de sortie.

4 Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans la gamme des températures
de fonctionnement, sauf indication contraire

4.1 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).
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6 Supplementary information

6.1 D.C. forward current of the laser diode corresponding to Voo

NOTE - %a00 radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and
reliability of devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance
procedures.

6.2 Response time of the thermistor temperature to the change of cooler current (where
appropriate).

6.3 Thermal resistance between laser diode junction and case (without cooler): Rthj_c.

6.4 §,, parameter.

7 Hazard

See IEC Publication 825.

Ambient-rated or case-ra v i stems

Si, Ge,

3 Detai

3.2 N]ethod of enecapsulation: glass/metal/plastic/other.

3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal
and the case.

3.4 For devices with optical fibre pigtails, information on input optical pigtail structure,
fibre minimum bend radius and the end preparation of the optical fibre, including connec-
tor. For example, kind of fibre type, core diameter, numerical aperture and length of the
output optical fibre.

4 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature
range, unless otherwise stated

4.1  Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).
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4.2 Températures ambiantes ou de boitier minimale et maximale (Témb ouT,.)
4.3  Température maximale de soudage (7,)-

Le temps maximal de soudage et la distance minimale par rappont au boitier doivent étre
spécifiés.

4.4  Tension inverse maximale (Vp).

4.5 Courant direct maximal (/¢).

¢ boiltier, de

F N

e de réduction ou facteur de réduction (K)).

N

5 °C (P,,,) et courb

4.7  Eclairement énergétique maximal sur la surface sensi

g Caractéristiques électriques et optiques

NOTE - La tension spécifiée V doit avoir la méme agactéristiques, sauf spécifi-

cation contraire.

Réf. Caractéristiques <

Symboles Exigences
q.1 Courant d'obsc (1) I Max.
Vp'gpécifie, (2) I Max.

u¢, =0,

Tomp OU T.,q, SPECIfiE

§.2 Wtale V, spécifie, Ciot Max.
f spécifié,

E,oug, =0

et:

Courbe typique de la capacité
totale en fonction de la
tension inverse

NOTES

1 Sily alieu.
2 Terme et/ou symbole littéral a I'étude.
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4.2 Minimum and maximum ambient or case temperatures (Tamb OF Tease)-
4.3 Maximum soldering temperature (Tgq)-

Maximum soldering time and minimum distance to case shouid be specified.

4.4 Maximum reverse voltage (VR)-

4.5 Maximum forward current (/).

4.6 } and

derating curve or derating factor (K,).

4.7 aximum irradiance on the sensitive area (Eg)-
5 Elgctrical and optical characteristics
NOTE - The specified voltage Vy shall be the same for all the'tharacte 3 erwise spedified.
Ref. Characteristics /gl\o; Symbols Requirements
51 Dark current (1) I Max.
pnd:
2) I Max.

Dark curre hi
emperatu

specified

52 | [fotal cw V, specified, Cyot Max.
f specified,

E,oro =0

and:

Typical curve of total
capacitance versus
reverse voltage

NOTES

1 Where appropriate.
2 Term and/or letter symbol under consideration.
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Conditions a T_
Réf. Caractéristiques ouT_ .. =25°C, Notes | Symboles Exigences
sauf indication contraire
5.3 Courant de bruit A _ et AA spécifiés, 1 Max.
tension inverse spécifiee (Vp)
courant inverse sous rayon-
nement optique spécifié (/p),
fréguence centrale f, et bande
passante équivalente de bruit
du filtre (A1) spécifiées
/4
8.4 Sensibilité suivant I'axe A spécifié S Min. | Max.
mécanique spécifié Vy specifié
E_ ou ¢, specifié
et, pour les dispositifs x
sans fibre amorce
Uniformité spatiale de la (A I'étude) \m\
sensibilité
et:
Sensibilité relative en
fonction de la iongueur d'ond (1)
55 Soit:
t Max.
4 Max.
f, Min.
A spécifié
A, spécifié
0y, A, A spécifiés
A
ace seysible équivalente
et emptaceément par rapport au
plan de référence spécifié

NOTE

1 Terme et/ou symbole littéral & I'étude.
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Conditions at T,
Ref. Characteristics orT .., =25°C, Notes| Symbols [Requirements
unless otherewise stated
5.3 Noise current xp and A\ specified, / Max.
reverse voltage specified (V)
specified reverse current
under specified radiation (/g),
specified centre frequency f,
and noise equivalent bandwidth
of the filtre (Af,)
4
54 Responsivity along the specified | A specified N Max.
mechanical axis V, specified
E, or ¢, specified \\/
ind, for devices without pigtail: x >
N
Bpacial uniformity of (Under consideration) <
esponsivity \
and:
Relative responsivity versus Q
wavelength (1)
55 tither:
$witching time:
4 Rise time t Max.
gdnd
o Fall time 4 Max.
dr:
Gut-off frequencg ifi f, Min.
rgsponsivity A gpecified
| specified
oy, xe , A) specified
5.6 R Wkout pigtail
H zensitive area and
igcation by refererice to the
spegitied reference plane
NOTE

1

Term and/or letter symbol under consideration.
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6 Informations supplémentaires

A I'étude.

SECTION DIX ~ PHOTODIODES A AVALANCHE
AVEC OU SANS FIBRE AMORCE

1 Type

Photodiode a avalanche a température ambiante ou de boitier spécifiée pour systémes ou
SoUs-3systemes a fibre optique.

24 Semiconducteur

4.1  Matériau

(42}

i, Ge, InGaAs, etc.

2.2 Structure.

ent.

protection,

pératures

4.1 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce, s'il y a lieu.

4.2 Températures de stockage minimale et maximale (Tstg).

4.3 Températures de fonctionnement, ambiante ou de boftier, minimale et maximale
(Tamb ou 7-case)'

4.4 Température maximale de soudage (Tgy) (temps de soudage et distance minimale
par rapport au boitier a spécifier).
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6 Supplementary information

Under consideration.

SECTION TEN — AVALANCHE PHOTODIODES (APDs)
WITH OR WITHOUT PIGTAILS

1 Type

Ambient-rated or case-rated avalanche photodiode for fibre optic systems or subsystems.

2 Semiconductor

2.1 Material

Si, Ge,|InGaAs, etc.

2.2 Sfructure.

3 Details of outline and encapsulation

3.1 |IE

33 T jon a icg any’ electrical connection between a tefminal
and thed

34 C axes,

ction,

4.1 Minimum bend radius of the pigtail, where appropriate.

4.2 Minimum and maximum storage temperature (Tstg).

4.3 Minimum and maximum operating ambient or case temperatures (Tomb ©F Tease)-

4.4 Maximum soldering temperature (Tsld) (soldering time and minimum distance to case
to be specified).
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25 °C (P,,,) et courbe de réduction ou facteur de réduction.

4.6

direction de I'axe de la fibre amorce d’entrée, ou du cable.

4.7

4.8

Courant inverse maximal (g

Courant direct maximal (Ip)-

).

5 Caractéristiques électriques et optiques

747-5 © CEI

Dissipation maximale de puissance a une température ambiante ou de boitier de

Force de traction maximale sur la fibre amorce ou le cable, s'il y a lieu; dans la

Vi doit étre le méme pour toutes les caractéristiques: il doit & g 0,9.fofs la valeur
de V(BR) mesurée individuellement, sauf spécification contrai
Conditions &' T \
Réf. Caractéristiques ou T, =25%C, mboles Exigences
sauf inmai
51 Tension de claquage E, ou ¢ &,\) Vier Min. | Max.
VA ?@ Q
5|2.1 Courant inverse d'obscurité ' v Ia (1) Max.
(Note 1)
5l|2.2 Courant inve I (2) Max.
(Note 2)
5/3.1 | Sefdibilits,(Note 1 @(Note 2), 9, stV Min. | Max.
}.pp, AA spécifiés Note 1
5[3.2 | Sersihlits (Note 2 Ve, 8, A, A spécifiés s Min. | Max.
Note 1
sl FMe\{uWion Ve, (Note 2), A_, AL, 9, spécifiés M Min.
AN
55 \Qpa}o\t\\w@} E, ou ¢, = 0; Vg, fspécifiés Croy Max.
g6 NS
56:1 Temps d’'établissement Vo AM R, , LA Max.
et temps de coupure ¢e1': flux énergétique de pointe
9,5 flux énergétique résiduel L Max.
5.6.2 Fréquence de coupure en Va Ap, A, ¢, et A, spécifiés f, Min.
petits signaux

Pour les notes, voir page 122.
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4.5 Maximum power dissipation at ambient or case temperature of 25 °C (P, t) and derat-
ing curve or derating factor.

4.6 Maximum pull force for pigtail (fibre or éable), where appropriate, in the direction of
the axis of the input pigtail (fibre or cable).

4.7 Maximum reverse current (Ig)-

4.8 Maximum forward current (1g)-

5 Electrical and optical characteristics

Vg shall be the same for all characteristics; it shall be equal to ;9 of the itidividually
measufed value of VBR), unless otherwise specified.

(
Conditions at T, \

Ref. Characteristics Or Tope=25"° Symbol Requifements|

unless otherys{ﬁsd\

5.1 Breakdown voltage E or o, M Y(BR) Min. | Max.
ecme :
x\/

5.2.1 Reverse dark current Ig (1) Max.
{Note 1)

5.2.2 Reverse dark curre Iq (2) Max.
(Note 2)

\ 7,
5.3.1 Sensitiv 1) \@) 0, s Min. | Max.
A pec;fled Note 1
5.3.2 Sensmv 2) >H, 0 xp, AM specified s Min. | Max.

Note 1
5.4 Muﬂ'@c@b&ac\\r\) Va; (Note 2), &, AL, 9, specified | M Min.
N

5.5 \Q@aé%se\) E, or ¢ = 0; Vg, fspecified Ciot Max.

5.6
5.6.1 Jurn-on time and Vo AL, R, L, Max.
turn-off time ¢e1': peak radiant power
0,: Offset radiant power L Max.
5.6.2 Small signal cut-off frequency Ve kp, AX, ¢, and A specified f, Min.

For notes, see page 123.
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Conditions & T
Réf. Caractéristiques ou T, =25°C Symboles Exigences
Se 4
sauf indication contraire
5.7 Facteur d'excés de bruit Vaq (Note 2), Vi, foq, Ap, Ak, M, Fq Max.
fo AN spécifiés
5.8 Courant de bruit Va lp, A), f. ARy, spécifiés I Max.
(s’il y a lieu)
NOTES
1 Sly alieu.

laquelle le dispositif a sa jonction complétement désertée et a atw itesse’hominale.

2 Vg, doit étre une valeur faible afin que I'effet de multiplication soiftnégligeabléXou tre IBtension a

6 Informations supplémentaires

6l1 Courbe de la tension de ¢

613

6|4 Courbe du fas
températures.

615 Co

différentes

se a diffé-

e).

y a lieu).
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Conditions at Tamb

Ref. Characteristics or T e =25°C, Symbols  |Requirements
unless otherewise stated
57 Excess noise factor Vi (Note 2), Vg, fg, Ap, AN, M, F, Max.
{0 Ay specified
5.8 Noise current Vo, Ap, AX, 1. Afy, specified A Max.
(where appropriate)

NOTHS

1 Where appropriate.

2 VW, should be a small value at which negligible carrier multiplication takek plagceNor thaivo ge%t

which(the device is fully depleted and has achieved its rated speed.

6 Supplementary information

6.1 Curve of breakdown voltage versys temp

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

N
2\
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CHAPITRE 1V: MﬁTHODES DE MESURE
1 Méthodes de mesure pour les photoémetteurs
1.1 Intensité lumineuse des diodes électroluminescentes (1,

a) But
Mesurer I'intensité lumineuse des diodes électroluminescentes & semiconducteurs.
La méthode peut s’appliquer a trois variantes possibles de mesure:

recw de fagon

sure.

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique po
précise, le minimum et/ou le maximum.

Variante 2
Alignement de I'axe optique de la diode avec I'axe @
Variante 3

b) Schéma
: f
) .
G % Qx , PO
|
. w (B d =!
CEI|1027191
Figure 15
D& Qn du circuit et exigences
= source de courant
D = diode électroluminescente en mesure
PD = photodétecteur comprenant le diaphragme D, de surface A
D,, D; = diaphragmes destinés a éliminer les rayonnements parasites
D, et D4 ne doivent pas limiter ’angle solide

d = distance entre la diode en mesure et D1

La sensibilité spectrale du photométre doit étre ajustée a la courbe de I'observateur de
référence CIE (Commission Internationale de I'Eclairage) dans la région des longueurs
d’onde correspondant & la lumiére émise par la diode. Le photométre doit étre étalonné
en candelas & la distance d, le diaphragme D, étant en place.
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CHAPTER IV: MEASURING METHODS

Measuring methods for photoemitters

Luminous intensity of light-emitting diodes (/)

a) Purpose
To measure the luminous intensity of semiconductor light-emitting diodes.
The method can be applied to three possible measurement variants:

Variant 1

b) Gircuit diagram

u’

otation of the diode around its mechanical axis for an accurate locationof the
inimum and/or maximum value.

ariant 2

R

m

1%

Alignment of the diode optical axis with that of the optic
Variant 3

P

e

psitioning according to a reference corresponding pe of the diode

PD

7 O ——
IEC 102719}

A

Figure 15

wand requirements

current source

2’ 73

d

light-emitting diode being measured
photodetector including the diaphragm D, of area A

Diaphragms intended to suppress parasitic radiations. D, and D4 shall not
limit the solid angle

distance between the diode being measured and D,.

The spectral sensitivity of the photometer shall be adjusted to the CIE (International
Commission on Hiumination) standard observers curve in the wavelength region of
the light emitted by the diode. The photometer shall be calibrated in candelas at the
distance d, with diaphragm D, in place.
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La distance d doit étre telle que I'angle solide sous lequel on voit la source lumineuse a
partir du diaphragme D, (= A/d?) soit inférieur a 0,01 sr.

Pour les mesures en impulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsions
de courant dont I'amplitude, la durée et le taux de répétition sont tels que demandes.
Le photodétecteur doit avoir un temps de croissance suffisamment faible par rapport a
la durée de Pimpulsion; il doit étre un instrument de lecture de pointe.

d) Exécution
Monter la diode en mesure conformément a la variante choisie.
Appliquer le courant spécifié et mesurer I'intensité lumineuse sur le photodétecteur.

e) Conditions spécifiées
- Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atme

- Courant direct dans la diode et, s’il y a lieu, duré ition.

- Variante: 1, 2 ou 3.

4

nfrarouge.

de fagon

sure.

fe la diode

RM

CEl 102891

Figure 16
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The distance d shall be such that the solid angle viewed by the light source at the
diaphragm D, (= A/d?) is less than 0,01 sr.

For pulse measurements, the current generator should provide current pulses of the
required amplitude, duration and repetition rate. The photodetector should have a rise
time sufficiently small in comparison with the pulse duration; it should be a peak-
reading instrument.

d) Measurement procedure
The diode being measured is positioned according to the variant chosen.

The specified current is applied and the luminous intensity is measured on the photo-
detector.

e) Specified conditions
-| Ambient temperature and, where appropriate, the atmosp
- | Forward current in the diode and, where applicable, duxati
-| Variant: 1, 2 or 3.

1.2 Radiant intensity of infrared-emitting diodes (1)

a) Furpose

To measure the radiant intensity o

riant 1

Rptation of the diafle g the

inimum and/or
ariant 2

ignmen he diode gptical-axis with that of the optical bench.

ariant 3

O\ to\a reference corresponding to the type of the diode
eproducible mechanical orientation.

|
.G@ DSZ/;' l RM

1EC 1028191

Figure 16
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¢) Description du circuit et exigences

G = source de courant

D = diode émettrice en infrarouge en mesure

RM = radiometre comprenant le diaphragme D, de surface A

D,, D; = diaphragmes destinés & éliminer les rayonnements parasites. D, et D4 ne

doivent pas limiter I'angle solide

d = distance entre la diode en mesure et D1.

On doit mesurer lintensité énergétique /, dans le sens de I'axe du boitier a

I'aide d’un

détecteur indépendant de la longueur d’'onde (par exemple un élément a thermocouple)

et étalonner le radiométre en W/sr a la distance d, le diaphragme Izj\étant en

place.

La distance d doit étre telle que I'angle solide sous lequel on voit(la sotcerinfrarouge a

partir du diaphragme D, ( = A/d?) soit inférieur a 0,01 sr.

Pour les mesures en impulsions, le générateur de couramn
de courant dont 'amplitude, la durée et le taux de répétiti

d) Exécution
Monter la diode en mesure conformémen

Appliquer le courant spécifié @
metre.

e) Conditions spécifiées

dans des sqnditions spécifiées.

le photo-

fodes

énergétique ¢, ou le courant direct /. des diodes électroluminescentes,
eftrices en infrarouge et des diodes laser, avec ou sans fibrg amorce,
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¢) Circuit description and requirements

G = current source

D = infrared-emitting diode being measured

RM = radiometer including the diaphragm D, of area A

D,,D; = diaphragms intended to suppress parasitic radiations. D, and D, sha
limit the solid angle

d = distance between the diode being measured and D,.

The radiant intensity /, in the direction of the case axis should be measured
wavelength-independent detector (for example, a thermocouple element) and
radiometer shall be calibrated in W/sr at the distance d with diaphragm QJ\in place.

Il not

by a
the

diaphragm D, (= A/d9) is less than 0,01 sr.

The glistance d shall be such that the solid angle viewed by the infrafed SW the

For pulse measurements, the current generator shall provide
required amplitude, duration and repetition rate. The radiome
suffigiently small in comparison with the pulse duration;
instryment.

d) Measurement procedure
The diode being measured is positioned according

the
time
ding

The pecified current is applied ta/thedi : intensity is measuregd on

the radiometer.

e) Ypecified conditions

ith or without pigtails

To mes - 3 power ¢, or the forward current I of Iight-émitting di
itting diodes (IRED) and laser diodes, with or without pigtails, U

i \of light-emitting diodes (LED), infrared-emitting

ate.

pdes
nder
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b) Appareillage de mesure

Sphére intégrante

Dispositif en mesure
Ecran opaque diffusant

Détecteur {étalonné}

e
——————

~
2
2

CEl IN)29)
Figure 17
¢) Description de I'appareillage et exigences
Le rayonnement émis par le dispositif subit dg urles p

esure cet é¢
t du dispositif en

L’ensem{?

Il faut fa ' i modification possible de la longueur d’onde ¢
maximale ¢ is'd i
Si le dispo

moygnne.ds ant mesuré.

ispositif émetteur entiérement dans la sphere, de fagon qu’aug
n'atteigne le détecteur.

rois de la
portionnel
lairement.
mesure.

pport 4 la

bvétement

i’émission

orictionne en impulsions, le détecteur doit indiquef la valeur

fun rayon-

Zas

sitif et le flux énergétique est mesuré sur le photodétecteur.

au dispo-

Pour la mesure du courant direct, un courant est appliqué au dispositif jusqu’a ce que
le flux énergétique spécifié (¢,) soit atteint. La valeur du courant relevée est celle du

courant direct recherché.

f} Conditions spécifiées
- Température ambiante ou de boitier.
- Flux énergétique (lors de la mesure du courant direct).
- Courant direct (lors de la mesure du flux énergétique).
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b) Measuring equipment

Integrating sphere

Detector {calibrated)

Device being measured

Diffusing opaque screen

\
2
S

i

Figure 17

¢) Egquipment description and requirements

The rpdiation emitted by the device is submitted to
of thq integrating sphere; this leads to a uniform drradi
to thﬁ emitted flux. A detector located in the\wa
irradi

device being measured.

d) Precautions to be observed

The ¢
the sq

The i

When the device bei , ired

The gmittingxd 8 i i i , rect

a3 , the
device and the radlant power is measured on the photodetector

For measurement of forward current, a current is applied to the device until the
specified radiant power (¢,) is achieved. The value of current is recorded.

f) Specified conditions
- Ambient or case temperature.
- Radiant power (when measuring forward current).
- Forward current (when measuring radiant power).
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1.4 Longueur d’onde d’émission maximale (xp), largeur du spectre de rayonnement (AL)
et nombre de modes longitudinaux (n_)

a) But

Mesurer la longueur d’onde d'émission maximale et la largeur du spectre de rayon-
nement des dispositifs émetteurs et déterminer le nombre de modes longitudinaux des
diodes laser.

"~ b) Schéma

7 030/91

ily alieu.

La (résolutior’ et la bande passante du monochromateur doivent étre telles que la
mesure soit effectuée avec la précision adéquate.

La réponse spectrale du radiométre doit étre étalonnée. Pour la commodité de la
mesure, le sommet de la courbe peut correspondre a 100 %.

d) Précautions a prendre

Si le coefficient de transmission du monochromateur et la sensibilité du radiométre ne
sont pas constants dans la gamme de longueurs d’onde voulue, les valeurs enregis-
trées doivent étre corrigées.

Dans le cas de la diode laser, le flux énergétique réfléchi dans la diode doit étre réduit
de fagon & ne pas affecter sérieusement la réponse spectrale.
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1.4 Peak-emission wavelength (xp) spectral radiation bandwidth (AL} and number of
longitudinal modes (n,)

a) Purpose

To measure the peak-emission wavelength and the spectral radiation bandwidth of
emitting devices and to determine the number of longitudinal modes of laser diodes.

b) Circuit diagram

The
the

e

1EC 1030/91

asurement is carried out with adequate accuracy.

that

The spectral response of the radiometer shall be calibrated. For convenience of
measurement, the peak of the curve may represent 100 %.

d) Precautions to be observed

If the transmission factor of the monochromator and the radiometer sensitivity are not
constant over the required range of wavelength, the recorded values should be
corrected.

For measurement of the laser diode, radiant power reflected into the laser diode shall
be minimized to ensure that the spectral response is not significantly affected.
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e} Exécution

1) Longueur d’onde d’émission de pointe et largeur du spectre de rayonnement
d’une diode électroluminescente, ou d’une diode émettrice en infrarouge, ou d’une
diode laser monomode

Appliquer le courant spécifié au dispositif en mesure.

Déplacer la longueur d’'onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu’a
atteindre la lecture maximale en sortie du radiométre. Noter la longueur d’onde

correspondant a cette valeur maximale. C’est la longueur d’onde d’émission
maximale (xp) (voir figure 19).
Faire varier ensuite la longueur d’'onde du monochromateur de-part et d’autre de A

jusqu’a obtenir la moitié de cette valeur maximale. Noter le deux ongueurs d’onde
(A, et A, sur la figure 19) correspondantes. Leur différenge re largeur du

spectre de rayonnement du dispositif émetteur en infrar minescent
(voir figure 19).
Flux énergétique lr
100 %
50 % Q s
A, Ay Longueur d'gnde
__ Largeur du spectre
- de rayonnement CEI 1031191
energétique en fonction de la longueur d’onde
d’'onde d’émission de pointe, largeur du spectre de rayopnement et
pdes longitudinaux d’une diode laser multimode
2.1) Lorigueur d’onde d’émission de pointe d’une diode laser multimode

Apptiquerau dispositiem mesure umr courant correspondant au flux énergétique de
sortie spécifié.

Déplacer la longueur d’onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu’a
indication de la valeur maximale.

Noter la longueur d’onde correspondant a cette valeur. C’est la longueur d'onde
maximale (xp) (voir figure 20).

2.2) Largeur du spectre de rayonnement d’une diode laser multimode

Régler le monochromateur & une valeur élevée de longueur d’onde, puis I'ajuster
progressivement vers des longueurs d’onde plus faibles. Noter la premiére longueur
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e) Measurement procedure

1) Peak emission wavelength and spectral radiation bandwidth of a light-emitting
diode, or an infrared-emitting diode, or a single-mode laser diode

The specified current is applied to the device being measured.

The wavelength of the monochromator is adjusted within the required range until
the maximum reading on the radiometer has been achieved. The wavelength
corresponding to this peak value is recorded. This is the peak-emission wavelength
()»p) (see figure 19).

The wavelength of the monochromator is then adjusted on either side of A_ until the
maximum reading is halved. These two wavelengths (A, and A,{on figure 1E) are
recorded. Their difference is the spectral radiation bandwidt theXinfrared-
emitting or light-emitting device (see figure 19).

Radiant power 4

100 %

50 %

N\

v

L Ay Wavelength

Spectral radiation

bandwidth IEC 1031191

Yaissiom\wavelength, spectral radiation bandwidth and number of |longi-

P 1) “Peak-emission wavelength of a multimode laser diode

A—current corresponding to the specifiedoptical power output s apptied 1o the
device being measured.

The wavelength of the monochromator is adjusted within the required range until
the highest of the various maxima is indicated.

The wavelength corresponding to this value is recorded. This is the peak-emission
wavelength (kp) (see figure 20).

2.2) Spectral radiation bandwidth of a multimode laser diode

The monochromator is set to a long wavelength and then adjusted progressively to
shorter wavelengths. Record the first wavelength at which the specified percentage
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d’onde pour laquelle on obtient ou on dépasse la lecture la plus élevée notée en
e) 2.1). Régler le monochromateur a une valeur faible de longueur d’onde, puis
I'ajuster progressivement vers des longueurs d'onde plus élevées. Noter la
premiére longueur d’onde pour laquelle on obtient ou on dépasse le pourcentage
spécifié de la lecture la plus élevée notée en e) 2.1). La différence entre les deux
valeurs notées est égale a la largeur du spectre de rayonnement de la diode laser
(AA) (voir figure 20).

2.3) Nombre de modes longitudinaux d’une diode laser multimode

Mesurer la largeur du spectre de rayonnement comme en e) 2.2) ci-dessus et
compter le nombre de modes (n_) contenus dans la largeur de spectre comprenant
les deux modes qui définissent la limite de la largeur de spectre. (vair figure 20).

100 %

Flux énergétique
relatif

Spécifié

f.

Longueur d’onde

CEl 103291

npérature ambiante, de boitier ou de I’embase;

o flux énergétique de sortie ou courant direct;

e pourcentage du maximum d’émission si différent de 50 %.

1.5 Temps de commutation d'une diode émettrice en infrarouge et d'une diode
électroluminescente avec ou sans fibre amorce

a) But

Mesurer le temps d’'établissement ¢ (temps de retard a I'établissement td(on) + temps
de croissance t), et le temps de coupure t . (temps de retard a la coupure ty . +
temps de décroissance t) d’'une diode émettrice en infrarouge et d’'une diode électro-
luminescente avec ou sans fibre amorce.
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of the highest reading recorded under e) 2.1) is obtained or exceeded. The mono-
chromator is set to a short wavelength and thus adjusted progressively to longer
wavelengths. Record the first wavelength at which the specified percentage of the
highest reading recorded under e) 2.1) is obtained or exceeded. The difference be-
tween the two recorded values is the spectral radiation bandwidth of the laser diode
(AL) (see figure 20).

2.3) Number of longitudinal modes of a muitimode laser diode

The spectral radiation bandwidth as in e) 2.2) above is measured and then the
number of modes (n.,) within that bandwidth including the two modes that define

the_umn_o.f_the_bandwxdm_ls_coumed_(see_ﬁgnm 20)

100 %

Relative radiant
power

Specifed

.

i
< <wa< K \g’)\/ Wavelength
A, w

IEC 103p191

idth

f)

¢ “Jradiant power or forward current;

e percentage of peak emission if other than 50 %.

1.5 Switching times of infrared-emitting diode and light-emitting diode
with or without pigtails

a) Purpose

To measure the turn-on time t, (turn-on delay time g ony * rise time t) and turn-off
time 1, (turn-off delay time td(off + fall time t;) of an in#rared-emitting diode and light-
emitting diode with or without pigt)ails.
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b) Schéma
"
| SE————
Rq
+ + / RL
o O o V7 Npew ]
./ ./ + Syn.
Ok
CEI 1033191
Figure 21
¢)  Description du circuit
G, = genérateur d'impulsions de courant, 3
G, = source de courant continu de polariSation
G, = source de tension continue de
Ry = résistance d'adaptati
D = dispositif en mesure

photodiode

ulsion du

}cuit et de
écision de

voir figure
en régime
continu de

sinusoidahgde I'on obtiendrait & un courant égal a la somme du courant
polarisation et du courant d’entrée en impulsions.

Seul I'accés optique du dispositif en mesure doit étre pris en compte.

e)  Exécution

Appliquer le courant continu spécifié et le courant en impulsion spécifié au dispositif en
mesure.

Mesurer les temps de commutation avec I'appareil de mesure M.

Le niveau 100 % du flux énergétique de sortie est la puissance de sortie moyenne
obtenue au sommet de I'impulsion optique. Le niveau 0 % est une puissance optique
de sortie correspondant au courant continu de polarisation.
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b) Circuit diagram

IEC 1033191

| W |
Ry
+ +
o (D N, R
N )
Figure 21
¢) Cjrcuit description
G, [= current pulse generator, with high impedancs
G, [= d.c.current bias source
G, |= d.c.voltage bias source
Ry [|= resistance for matching the
D = _device being measured
PD |= photodiode
R, |= load resistance
M = measuring iqstr
Syn. |= synchrfniz atiolvsig
d A 0 O
The § otodiode, the delay time of the test circuit and measuring
instru i of the input current pulse shall be short enough not to
affec
The e power obtained at the top of the optical pulse (see figure 22) may not
nece he equivalent to the c.w. radiant power at a current equal to the sum of the
d.c. hias ‘and inpuipulse current.

Only the optical port of the device being measured shall be considered.

e) Measurement procedure

Apply the specified d.c. and pulse current to the device being measured.

Measure the switching times with the measuring instrument M.

The 100 % radiant output power level is the mean output power obtained at the top of
the radiant pulse. The 0 % level is the output power obtained at the d.c. bias current.
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Courant d'impulsion
al'entrée (%) # Courant d'impulsion
100 a 'entrée

90

10
0

Courant continu
de polarisation

Flux énergétique relatif
en sortie (%) 4
100

90

CEl 1034191

temps de décroissance

i

temps d'établissement

temps de coupure

ntinu de polarisation.
d’entrée en impulsion, largeur et rapport cyclique des impulsiofs.

- Configuration optique.

1.6 Fréquence de coupure en petits signaux (f,) des diodes électroluminescentes,
des diodes émettrices en infrarouge et des diodes laser avec ou sans fibre amorce

a) But

Mesurer la fréquence de coupure en petits signaux (f) des diodes électrolumi-
nescentes, des diodes émettrices en infrarouge et des diodes laser avec ou sans fibre
amorce, dans des conditions spécifiées.
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Input pulse current
(%) 4

100

90

Input pulse current
| / putp

10

f.
>

Relative radiant output
(%)
100

90

|
|

|

|

1

| .

I DC bias current
|

]

1

i

i

10

1EC 1034191

fall time

turn-on time

turn-off time

Figure 22

f)

Input pulse’current, width and duty cycle.

—Opticai port.

Optical configuration.

1.6 Small signal cut-off frequency (f,) of light-emitting diodes (LED), infrared-emitting
diodes (IRED) and laser diodes with or without pigtails

a) Purpose

To measure the small-signal cut-off frequency (f)) of light-emitting diodes (LED),
infrared-emitting diodes (IRED) and laser diodes with or without pigtails, under
specified conditions.
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b) Schéma

2_6)

& e g7 R LTe)

CEl 1035191

Figure 23

¢) Description du circuit et exigences

D = dispositif en mesure
G = générateur de courant alterna

G, = générateur de courd
PD = photodétecteur

M = appareil de mesure
CyCy=

I faut q@ i "éviter les
distorsions qui i 8 er la précision des mesures. Le photodétecteur doit

Pour les diodés laser, ajuster le courant direct & une valeur égale au courant continu
direct au-dessus du seuil ou au flux énergétique spécifié.

Moduler le courant direct délivré par G, a une fréquence basse (inférieure a f/100) et
mesurer le flux énergétique pulsé sur M.

Augmenter la fréquence de modulation, en gardant constant le niveau de modulation,
jusqu’a ce que la valeur du flux énergétique de sortie mesurée sur M soit réduite de
moitié.

Cette fréquence est la fréquence de coupure en petits signaux (£,).

f) Conditions spécifiées
Pour les diodes électroluminescentes et les diodes émettrices en infrarouge:
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b) Circuit diagram

Z//Il PD

0o

N3

D
o

c

R

—®

Figure 23

¢} Cjrcuit description and requirements

D = device being measured

G, = adjustable frequency a.c. generato
G, = d.c. generator

PD = photodetector

M = measuring instrument for(a.c. radian
C,. 4, = coupling capati s

d} Precautions to

must|have a freg

e) M

IE} 103591

The nadiant p@ r aser-diode shall be minimized so as to gvoid
distortions wh S oct.fbe aceuracy of the measurements. The photodetector

For L \ gcified direct forward current or the direct forward cufrent
requife G . cified radiant power is applied to the device being measufed.

For laser diode
forwdrdcurrent above the threshold or specified radiant power.

the forward current is adjusted to a value equal to the continpous

The forward current is modulated using generator G, at a low frequency (less than

f/100) and the a.c. radiant power is measured on M.

The modulation frequency is increased, keeping the modulation level constant until the

output radiant power measured on M has haived.
This frequency is the small-signal cut-off frequency (f ).

f) Specified conditions
For the light-emitting diodes (LED) and infrared-emitting diodes (IRED):


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

- 144 - 747-5 © CEI

- température ambiante ou température de boitier;
- courant direct continu ou flux énergétique.
Pour les diodes laser:
- température ambiante, température de boitier ou température de I'embase;

- différence entre le courant direct continu (réel) et le courant de seuil ou le flux
énergétique.

1.7 Courant de seuil des diodes laser avec ou sans fibre amorce
a) But
Mesurer Ié courant de seuil d’une diode avet ou sans fibre amor

b) Schéma

G+@ DSZ//I( syo
O

CEI 1036191

bulsions, le générateur de courant doit fournir des |mpulsions

Le flux énergétique réfléchi dans la diode laser doit étre réduit au maximum| Il ne faut
L . \

<

e) Exécution

Appliquer le courant direct a la diode et enregistrer la courbe du flux énergétique
incident provenant de la diode en fonction du courant direct.

Déterminer la valeur du courant direct & laquelle la dérivée seconde de la courbe a son
premier maximum (voir figure 25). Le courant direct relevé & ce point est le courant de
seuil /5.

TH
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- ambient or case temperature;

- d.c. forward current or radiant power.
For the laser diodes:

- ambient, case or submount temperature;

- difference between (actual) d.c. forward current and threshold current or radiant
power.

1.7 Threshold current of laser diodes with or without pigtails
a) Purpose
To

b) (Qircuit diagram

1036191

the

iting

e} Measurement procedure

A forward current is applied to the diode and the relation between the incident radiant
power from the diode and the forward current is recorded.

The forward current at which the second derivative of the recorded curve showing
incident radiant power versus the forward current has its first maximum is determined
(see figure 25). The forward current at this point is the threshold current /7.
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1.8

——” | >

Figure 25
f) Conditions spécifiées
- Température ambiante, de boitier ou de I'embase

- Pour les mesures en impulsions, rapport ¢
courant direct.

trices en infra
spécifiée

b) Schéma

lique et duréé des impuilsions du

rices

és électroluminescentes, des diodes émet-
¢ ou sans fibre amorce, dans des ponditions

S

Figure 26

¢) Description du circuit

G, = générateur de courant continu
D = dispositif en mesure
L = systéme de lentilles

CEl 103891
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Figure 25
f) Specified conditions
- | Ambient, case or submount temperature.

- | For pulse measurement, repetition freque ion"of the foryard

cyrrent.

1.8  RElative intensity noise of light-
(IRED) and laser diodes with or withou

a) Purpose

To asure the relatived i ise ) h or
without pigtails, un i

b) Circuit diagra

I
b

D ZS PD AMP F

i []]nL ()Gz <w

IEC 1038191

Figure 26

¢) Description of the circuit

G, = d.c. current generator
D = device being measured
L = lens system


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

- 148 - 747-5 © CEl

I = courant direct

PD = photodétecteur

R, = résistance de charge

R(H) = courant inverse du photodétecteur sous rayonnement optique

G, = générateur de tension continue de polarisation

AMP = amplificateur aiternatif de gain G

F = filtre de fréquence centrale f_ et largeur de bruit équivalente Afy

M = instrument de mesure (par exemple appareil de mesure de niveau, etc.).

[a)—Preécaugtions a prernare

Le flux énergétique réfléchi dans la diode laser doit étre
d’éviter des distorsions pouvant affecter la précision des me

mum afin

e) Exécution

Appliquer au dispositif un courant continu cor étique spé-

cifié ¢,. Mesurer, a l'aide de linstrument de me pruit N, et
sxmultanément le courant inverse IR(H) dup sous ayonnement a)pthue
Remplacer le dispositif photoéf source de rayonnement a large
bande spectrale dans la méms

Ensuite, ajuster la puissance émise afin\d’obtenir sous rayonnement optique, le méme

courant inverse IR(H) du photod elui obtenu initialement et rhesurer, a

I’aide de I'instrument de mesuke

O~ {Longueur et largeur de la source d’émission et astigmatisme d’'une diode laser
sans fibre amorce

a) But

Mesurer la dimension de la source d’émission au niveau du miroir d’'une diode laser,
par rapport 3 un axe défini, et I'astigmatisme du faisceau lumineux émis par la diode
laser.
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I = forward current

PD = photodetector

R, = load resistance

IR(H) = reverse current of the photodetector under optical radiation

G, = d.c. voltage bias generator

AMP = a.c. amplifier with gain G

F = filter with centre frequency f, and equivalent noise bandwidth Af,
M = measuring instrument (for example level meter, etc.)

d) Precautions to be observed

Radignt power reflected back into the laser diode shall be minipfized avwgid| dis-
tortiops affecting accuracy of the measurements.

e) Measurement procedure

A d.c| current corresponding to the specified radiant pa \is applied\to the device.
The foise power N, is measured by the measuring- ig’ replacefl by
reverge current IR(H) of the photodetector, under/optical xadiation is measured simul-
tanegusly.

The ghoto-emitting device being meas I: , tation source with bfoad

spectral radiation bandwidth in the 33

The ifradiant power is adjusted to obtai 3 of the photo-
detector under optical radiation as( previously meastyed. The noise power N, which
corre adetector sot- p amplifier noise is measured by the

meas
RIN i

Itis ¢

—

1.9 Emission source length and width and astigmatism of a laser diode without pigta

a) Purpose

To measure the emission source size on the facet of the laser diode with respect to a
defined axis and the astigmatism of the optical beam emitted from the laser diode.
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Figure 27

¢) Description du circuit et exigences

G = source de courant

D = dispositif en mesure

L = systéme optique convergent
SD = détecteur a balayage a fente
LS = source de lumiére @

d'onde d’émission e
BS = séparateur de faiscea

Le systéﬁe

énergétique’y, spécifié.

mme des

wergent L

Aligner Ia direction de balayage du detecteur oD sur les axes principal et secondaire

de cette image.

Déplacer le photodétecteur SD le long des axes principal et secondaire. La longueur et
la largeur de la source d'émission sont données par les distances relevées entre les
points & 3 dB de puissance sur les axes principal et secondaire, multipliées par d, / d,.

Astigmatisme d,

Mettre sous tension la source de lumiére LS et régler le systéme optique convergent de
fagon & obtenir une image du miroir fronta! du dispositif D sur le détecteur SD, puis lire

d, et d2.
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b} Measuring equipment

LS
L
BS
+
D /
G@ ____EZ_//? - - - - - /- - -— sD
B d, | d, a

L IEC 1039191

Figure 27
¢) Equipment description and requirements
G = current source
D = device being measured
L = lens system
SD = scanning photodetector with a narro
LS = light source with filter or, of which is cloge to

that of the device being me

BS = beam splitter
d, >> d,

d) Precautions to bg obse

The :Ens system L
enco passed@

W achromatic over the range of wavelengths
e device D.

e} M

Emisgion so

The light squrce k88 turned on and the lens system L adjusted to obtain a focugsed
imagelof \ of the device D on the photodetector SD. Distances d, and d,

surrent or the d.c. current corresponding to the specified radiant
to the device being measured D.

The gpecified™d.c.
powel ¢y is applied
The scanning direction of the photfodetector SD is aligned with the major and minor
axes of the focussed image.

The photodetector SD is scanned along the major and the minor axes. The length and
width of the emission source are given by the distance between the 3 dB power points
along the major and minor axes multiplied by d,/d,.

Astigmatism d,

The light source LS is turned on and the lens system L adjusted to obtain a focussed
image of the front facet of the device D on the photodetector SD. Distances d, and d,
are read.
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Aligner la direction de balayage du détecteur SD sur les axes principal et secondaire

de cette image.

Déplacer le systeéme optique L le long de I'axe optique vers le dispositif en mesure D,
jusqu’a ce que le minimum de la longueur de la source d’émission sur I'axe principal

soit atteint.
Mesurer la distance d, parcourue par le systéme optique L.

Remettre le systéme optique L & sa position initiale. Refaire la méme mesure sur I'axe

secondaire. Mesurer la distance d, parcourue par le systéme optique L.

La différence entre d, et d,, multlpllee par (1 - d;2 / d,?), donne la valeur de

I'astigmatisme.

f} Conditions spécifiées
- Température ambiante, de boitier ou du montage.

- Courant direct ou flux énergétique.
- Axes de référence (axes principal et secondaire

1.10 Temps de commutation d’une diode lasegr ave orce
a) But Q
Mesurer les temps de commugtati a)I'établissement t temps de
croissance t, temps de retard ! : td(off temps de décroissange f; d'une
diode laser avec ou sans fibre/amorce, s conditions spécifiées.
b) Schéma
/ i
+
o (D o V7 N e
J"LKJ X + Syn.
O
N \\\) | /
\) CEI 104091

Figure 28

¢) Description du circuit

G, = générateur d'impulsions de courant

G, = source de courant continu de polarisation

G, = source de tension continue de polarisation

Ry = résistance d’adaptation d'impédance avec le générateur
D = dispositif en mesure

PD = photodiode
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The scanning direction of the photodetectors align with SD the major and the minor

axes of the focussed image.

The lens system L is moved along the optical axis toward the device D until the

emission source length along the major axis is minimized.

The distance d, traversed by the lens system L is measured.

The lens system is returned to the original position. The procedure is repeated for the

minor axis. The distance d, traversed by the lens system L is measured.

The difference between d, and d,, multiplied by (1 - d,2/ d,?), is the astigmatism.

f) Specified conditions

- | Ambient, case or submount temperature.
- | Direct forward current or radiant power.
- | Reference axes (major and minor axes).

1.10 8witching times of a laser diode with or without pigtar

time\¢ G

d(on)’ '

a) Purpose

time a(off) and the fall time t) of a laser iode
conditions

b) Cjreuit diagram m%

To n'}‘easure the switching times (turn-

ise time ¢, turn- off g
hout pigtails under sped

elay
ified

l] <O

" g7 Npe

JE

7,

Syn.

RN
\)

Figure 28

¢) Circuit description

G, = current pulse generator
G, = d.c. current bias source
Gy = d.c. voltage bias source
Ry = resistance for matching the impedance with the generator

o
L]

device being measured
PD = photodiode

IEC 1040191
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résistance de charge

instrument capable de mesurer simultanément les formes d’ondes d’entrée et
de sortie

signal de synchronisation.

d) Précautions a prendre
- Le flux énergétique réfléchi dans la diode laser doit étre réduit au maximum.

- La

largeur d’'impulsion et le rapport cyclique doivent étre choisis de fagon a

éviter des effets thermiques significatifs.
- Une pointe de courant due & I'ouverture/fermeture du circuit, les contacts avec

des corps a charges electrostatiques, etc., doivent étre evite

- L’impédance de la source de courant continu G, doil
pour ne pas perturber le courant de sortie du générate

affecter la précision de la mesure.

e) Exécution

Appliquer
Mesurer t

NOTE - La valeur moyenne du flGx énergétiqhe
équivalente a celle du flux énergéti

sation et de

S

d(on’ tr’ td(off) et tf'

nent grande

temps de commutation de la photodiode Pbet 3 fpissance du
et de l'appareil de mesure doivent étre aible our ne pas

le courant continu et d’impulsg

ne pas étre
ue ant égal a la somme du courant continu de polari-

I'impulsion d’entrée.
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R
M

L

Syn.

load resistance

simultaneously

synchronization signal.

d) Precautions

thermal effects.

Radiant power reflected back into the laser diode shall be minimized.
The puise width and the duty cycle shall be chosen in order to avoid significant

measuring instrument capable of measuring input and output waveforms

A surge current due to switching on/off the circuit, contact with electrostatically

The
Valu

NOT
valer

Eharged bodies, etc., shall be avoided.
he output of the current pulse generator G1.
The switching time of the photodiode PD, and the de

and measuring instrument should be fast enough not
measurement.

Measurement procedure

t to the c.w. optical power at a curre

Histort

circuit
pf the

B equi-
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Courant d’'impuision

a I'entrée A A

100
90

10

Courant d’'impulsion
a l'entrée

\

100
90

Flux énergétique relatif
en sortie W

Cqurant sontinu
polarisation

\

El 1041191

éfinis en figure 29, sauf spécification contraire. Le niveau 100 % est le
4 sommet de l'impulsion optique. Le niveau 0 % est le flhx énergétique

ation t, et t, sont définis entre 10 % et 80 % du flux énergétique mpyen de sortie,

Figure 29

f) Conditions spécifiées

- Températures ambiante, de bofitier ou d'embase.

- Courant
- Courant

de polarisation ou flux énergétique.
d’impulsion d’entrée, durée et rapport cycliques.
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Relative input current
A A
100

90

Input pulse current

|
1
1
|
10 1
0 ' ;
1 1
1 ! t=
i I 4 dc. b
.c. bias qlirren
Relative radiant output : : l
power W 1 1
' |
100 ===~ ==-7---
NV fF=-=--==-
t
IEC 1041/91
NOTE
1 T itching ti e in fi 29 unless otherwise stated. The 100 % level is the melan out-
put pg < 3 2l pulse. The 0 % level is the output power obtained with dnly the
d.c. bijas current.
2 T i ) Qe afe defined between 10 % and 90 % of the mean radiation output|power,
unlesq gthe S
Figure 29

f) Specified conditions
- Ambient, case or submount temperature.
- Bias current or radiant power.
- Input pulse current, width and duty cycles.
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1.11 Angle & mi-intensité et angle de désalignement d’un photoémetteur

a) But
Mesurer la distribution spatiale du rayonnement émis d’un photoémetteur.

z |

-

042191

Les axes X et Y définissent le plan/de référence e du dispositif en mesure D, par exerpple la

surface de montage.

L’angle de rayon-
nement g¢ le 6,,, est
hique.

/ CEI 104391

Figure 31
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1.11  Half-intensity angle and misalignment angle of a photoemitter
a) Purpose
To measure the spétial distribution of the radiation from a photoemitter.

Axes X and Y define a mechanical refe
mojnting face.

The angle ¢ defines the ¢

The le g vithin which the luminous or radiant intensity is
great ‘ - ora
speci

The mi

/ IEC 104391

Figure 31


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

-160 - 747-5 © CEI

b) Schéma
Les dispositifs émetteur et récepteur doivent étre positionnés de la maniére suivante:

D
> Axe PD
——————————————— PD

N Axez
cE 10449]

Figure 32

¢) Description du dispositif de mesure et exigences

D = dispositif en mesure
PD = photodétecteur
Axe Z = axe mécanique du dispositif en me

Axe PD axe du photodétecteur
0

btre petit. On
tative quand

pptique du

e).Y Exécution

Appliquer le courant spécifié au dispositif en mesure D.

Aligner I'axe mécanique du dispositif D sur celui du photodétecteur, c’est-a-dire 6 = 0,
et mesurer le signal du photodétecteur.

Cette valeur correspond a /, = 100 %.
Incliner le dispositif D et relever I'intensité relative // I, en fonction de 6.

Il est recommandé de relever les valeurs sur un diagramme polaire. Si spécifié dans la
spécification particuliere cadre, d’autres coordonnées (cartésiennes, par exemple),
pourront étre utilisées.

L'angle a mi-intensité 6, , est I'angle correspondant aux deux valeurs de /=1 __ .
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b) Diagram
The basic optical arrangement and definition is shown in the following figure:

D
Axis PD
—_———— =~ ———+ PD

™ Axi
isz
IEC 1044191

Figure 32

¢) Measurement description and requirements

D = device being measured

PD = photodetector

Axis|Z = defined mechanical axis of the device being™n

Axis|PD = axis of photodetector

6 = inclinaison angle of axis Z to axi

NOTE - The solid angle, defined by the Qevice be 4 mpérture of the photodiodd, shall
be small. The solid angle is considered small it the me 3 esult dges not change significantly when

the s¢lid angle is halved.

ce D

e} Measurement procedure

The specified current is applied to the device being measured D.

The mechanical axis of the device D is aligned along the axis of the photodetector, i.e.
6 = 0, and measure the signal on the photodetector.

This value is set at /, = 100 %.
The device D is inclinated and the relative intensity I/l0 versus 6 is plotted.

The preferred plot will be in polar diagram form. Other formats e.g. cartesian may be
used when defined in the blank detail specification.

The half intensity angle 6, is the angle between the two points at which /=] __ ..
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L'angle de désalignement est I'angle formé par les directions correspondant & lhax
et /. :
0

f) Conditions spécifiées
- Température ambiante, de boitier ou d’embase.
- Izoud,.

Plan de référence mécanique.

Angle ¢.

12 Rapport porteuse sur bruit des diodes électroluminescentes .des diodes, émettrices

en infrarouge, des diodes laser et d’'un module laser avec pu sans\{ibfe amorce

a) But

Mesurer le rapport porteuse sur bruit & un niveau
des conditions de modulations du courant alternatj

ntinu) sous

b) Schéma

cs i A
| L/

T D P Ne [> w1
N
N AMP. (f )
- <O
~ [> w2
AMP. (1)
CEI 1045191
Figure 33
c) De gn du circuit et exigences
€S =—générateurdecourantcontinu
D = dispositif en mesure
G = générateur de tension alternative
T = polarisation T ou circuit de polarisation passif
L = systémes de lentilles
PD = photodétecteur
A = ampéremétre

AMP(f ) = amplificateur adapté a la fréquence fa
Wi1 = dispositif de mesure de puissance
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The misalignment angle is the angle between the directions corresponding to /..
and /,.
0

f)

a)
To
spe

b)

Specified conditions
- Ambient, case or submount temperature.
- I org,.
Mechanical reference plane.
- Angle ¢.

and a laser module with or without pigtails
Purpose
Lified modulation conditions.

Circuit diagram

Ccs

under

wi
AMP._ (f )
G
~ [> w2
AMP. (£ )
EC 1045191
Figure 33
c) ion and requirements
CS = dc current source
D = device being measured
G = a.c. generator
= bias T or passive biasing circuit
L = focusing lens systems
PD = photodetector
A = current measuring instrument

AMP(f ) = amplifier suitable for use at frequency fa

W1

= power meter
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AMP(f)) = amplificateur et filtre adaptés a la fréquence f,
w2 = dispositif de mesure de puissance
N = impédance d’adaptation et réseau diviseur de signaux

d) Précautions a prendre

L’ensemble «photodétecteur + ampéremétre» doit étre étalonné comme un dispositif de
mesure du flux énergétique dans toute la gamme de longueurs d’onde considérée.

Le systéme de lentilles doit étre congu de telle sorte:
- qu'il empéche toute réflexion vers la diode ou le module laser;

todétecteur.

Les conditions de commande et d'alimentation spécifiées\sont dispositif
en mesure D.

Le photocourant (/) résultant de I'éclaireme
d'abord mesuré puis enregistré. Le signal de

tecteur est
est ensuite
inusoidale fm,
st mesurée
rmule:

quence Af,
i prés que
4 somme du bruit de grenaille pur assocné au cqurant de la
‘excés de bruit causé par les fluctuations d’intensit¢ de rayon-
cg. Le bruit de grenaille pur doit étre mesuré dans [les mémes
arement (méme / . ) en utilisant une source de rayonnemert a spectre
NLd puissance électnque N, de bruit correspondant au bruit de grenaille
t aux fluctuations de flux énergéthue est mesurée sur W2;

c B0, P,
— = = X (Af)
N <ap2> (N -N)

. s
lin

ou

= 10log,,

zlo
= |o

lin
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AMP(f) = amplifier and filter suitable for use at frequency £,
w2 = power meter '
N = impedance matching and signal dividing network

d) Precautions to be observed

The associated "photodetector + ammeter" shall be calibrated as a radiant power meter
unit over the wavelength range under consideration.

The focusing systems shall be designed:
- to avoid radiation being reflected back into the laser diode or the laser module;

-__to bring into focus the optical port of the device being measured-anto the optical
bort of the photodetector.

e) Measurement procedure

3 D.

The|specified supply and drive conditions are applied to the dewi

The|photocurrent (/. ) resulting from the illumination (¢ ifig todetector
is measured first and noted. R.F. modulation is applied.to thg. dew 2i sured
thr\(:rgh the biasing circuit: sinewave frequency £, mod i . ctrical
power P1 at frequency fm is measured on the po i er P1

is rglated to the modulated radiant power squa

ed on
3 s the
oCiated with the photocurrent /. and the excess |noise
ce intensity fluctuations. The pure shot noise mupgt be
¢ illumination conditions (same Ih) using a "broad gptical

ion source. The electncal noise power correspondlng to the purg shot

=) - - x (Af)
N <802> (N -N)

tot ~ s

lin

or

z|o
|
—
(e ]
(<)
8
o

lin
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f) Conditions spécifiées
- Température ambiante, de boitier ou d’embase.
- Conditions de polarisation (¢, /| ou Alg).
- Fréquence et largeur de bande (f,, Af).
- Fréquence de modulation (f,)-
- Indice de modulation (m).

747-5 © CEI

Paramétre S, des diodes laser, électroluminescentes et émettrices en infrarouge,

1.13
des modules laser avec ou sans fibre amorce
a) But

Le paramétre 81 est le rapport de la tension réfléchie en hauté fréquente
haute fréquence 1/“ a l'accés d'entrée électrique du dispositif

L'équation équivalente de travail ét3

dans laquelle Z
I‘équipee 9

b) Sché

actéristique
Spécifiés.

ioh incidente en

cSs AL TL

NA

Figure 34

CEl 1046191
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f) Specified conditions
- Ambient, case or submount temperature.
- Measurement bias conditions (9 g OF AlL).
- Frequency and bandwidth (f,, Af).
- Drive frequency (f)-
- Modulation depth (m).

1.13 S, parameter of infrared emitting diodes, light-emitting diodes, laser diodes,

laser modules with or without pigtails

a) fPurpose
To measure the real and imaginary parts (or modulus and phase
istic|of a device at a specified radiant power level and at a specH

The 5‘11 parameter is the ratio of the high-frequency reflected voltage
voltage Vil at the device electrical input port.

The gquivalent working equation is the folig

acter-

incident

in which Z1 is the inpyt i & e _being“measured and Z0 the characteristic impedgnce of

the measuring m@ne .

b) Circuit diag

G

SN

Y

Y

DC1

—
po2 —— o |
-

N

CS AL TL

A\

PM

NA

Figure 34

IEC 1046191
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¢} Description du circuit et exigences

G = générateur RF

T = circuit de polarisation

CS = source de courant continu

DCH1 = coupleur directionnel (onde incidente)
DC2 = coupleur directionnel (onde réfléchie)
AL = ligne de transmission ajustable

NA = analyseur de réseau

D = _dispositifen mesure

PM = photodétecteur

TL = ligne de transmission d’essai

d) Précautions & prendre

; bs atténua-
teurs, du support de mesure du dispositif, d arisation T et des charges
est adaptée & une impédance équivalenté gamme de
fréquences spécifiée.

La puissance RF doit res i i tionnement

bnt dans le
e) Exécution

Etalonnage:
La Iignr

Court-circu

age doit équilibrer la ligne d’essai.
a I'endroit du dispositif en mesure D.

al balaie la fréquence spécifiée f, et la longueur de la ligne ajusta-
eg afin d’obtenir un seul point Sy, sur le diagramme de Smith|(le module

Remplacer le court-circuit d'étalonnage par le dispositif en mesure D, appliquer les

" Tease OU Tampr Tsup)s 1ITE 1@ vateur de S,

e
correspondant au coefficient de réflexion du dispositif D.

f) Conditions spécifiées
- Température ambiante, de boitier ou d’embase.

- Conditions d'alimentation et de commande: ¢, ou Iz ou Al f, m (indice de
modulation).
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¢) Circuit description and requirements

G = RF generator

T = biasing circuit

CS = d.c. current source

DCA1 = directional coupler forward
DC2 = directional coupler reverse
AL = adjustable transmission line
NA = network analyzer

D [———=device beingmeasured
PM = radiant power meter

TL = test transmission line

d) Rrecautions to be observed

The characteristic impedance of the transmission line aka pvice
measuring socket, T-biasing circuit and loads i ance
(usuglly 50 Q) over the specified frequency rang¢’.

The being
meas
Ensy
e) N
Calip

eing

just-

order to obtain one single point S, on the Smith Chart

phase equal to 180°).

short cnrcuu is replaced by the devnce bemg measured D, the|bias
appiec Tcase’ V' amb’ Toup), thevatue—of S,
correspondmg to the reflectlon coeffncnent of the device D is read.

f) Specified conditions
- Ambient, case of submount temperature.
- Supply and drive conditions: ¢, Or Ig or Al, f, m (modulation depth).
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1.14 Rapport de contréle d’un module laser avec fibres amorces, avec ou sans
élément refroidisseur .

a) But

Mesurer les variations maximales du rapport de contréle entre le flux énergétique de
sortie de la fibre et le courant de la photodiode du module laser dans une gamme de
températures spécifiée.

b) Schémas

CEl 1047191

Figure 35a - Dio%se : cathode reliée au boitier

NP

G1
i CEI 104891
Ei . . . .
¢) Description du circuit et exigences
D = dispositif en mesure
PD = photodétecteur étalonné (en watts)
G, = source de courant continu, commandée par le courant fourni par Ia photo-
diode
G, = source de tension continue
R, = résistance de charge

:n<
]

voltmeétre continu
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1.14  Tracking error for a laser module with pigtails, with or without cooler

a) Purpose

To measure the maximum variations of the tracking ratio between the fibre output
radiant power and the monitor diode photocurrent of a laser module over a specified
temperature range.

b) Circuit diagrams

PD
w() — \
N
AN
1EC 104791
Figure 35a - Laser diode: ecfed to the package
< > PD
—
—
1EC 104891
Figure 35h - | aser diode: anade connected to the package

¢) Circuit description and requirements

D = device being measured

PD = photodetector calibrated (in watts)

G, = d.c. current source, monitored through negative feedback by the photocur-
rent delivered by the monitor photodiode

G, = d.c. voltage source

R, = load resistance

VR = d.c. voltmeter
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diode laser

DL
D

]

M photodiode de commande

d) Précautions a prendre

747-5© CEl

- Le flux énergétique réfléchi sur la diode laser doit étre négligeable.

- Les changements de la température du boitier doivent étre suffisamment lents
pour assurer que I'équilibre thermique se fasse a l'intérieur du module et, dans le
cas d'un module avec refroidissement, que la température T spécifiée soit

stabilisée.

1 | =d O ONY 1N
</ I AUV
Pour chaque point de mesure, régler la source de courant

courant de commande soit égal a la valeur obtenue avg
spécifié, a 25 °C.

Régler la température du boitier dans la gamme spé
énergétique de sortie en fonction soit du temps (figure
boitier (figure 37).

L’erreur de contréle est donnée par la formu

q)e 25°C ~ ¢e min

on que le
nt optique

ur du flux
Brature de

CEl 1049191

Eq, = " X . x 100 (%)
e25°C e 25°C
L -
¢e§ \
N i R
SO ,' o T 7

CEl 1050191

Figure 36

f) Conditions spécifiées

¢, 0U Al a25°C

- Gamme de températures de boitier ou ambiante: T
- Température d’embase (Tsub), si nécessaire

Figure 37

case/amb min ’

Tcase/amb max

- Tension de polarisation (V) de la photodiode de commande (D).
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DL laser diode

D\, monitor photodiodes

d) Precautions to be observed
- The optical radiant power reflected back to the laser diode shall be minimized.

- The changes in case temperature should be slow enough to insure that thermal
equilibrium takes place inside the module, and in the case of a module with cooler,
that the specitied 7_ , is stabilized.

e) Aan ) = OO 2

At egch measuring point, the current source G, is adjusted until AR it oto-
curr iation 3

The gase temperature is scanned over the specified range e, B ' itput
radiant power is recorded against either time (figure 3 S ariperature

q’e 25°C ¢e min

R ~ x 100 (%)
q)e 25 °C

@%

q)e max \>

¢e min < \ Ny X —
‘\ >
\> t Tmin Tmax 7
IEC 1049/91 IEC 050191

Figure 36 Figure 37

f) Specified conditions
- ¢ or Al at2s°C.
- Case or ambient temperature range T__ ... min > case/amb max"
- Submount temperature (T, ), where appropriate.
- Bias voltage (Vg) of the monitor photodiode (Dyy)-
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1.15 Largeur spectrale de mode d’une diode laser avec ou sans fibre amorce

a) But
Mesurer la largeur spectrale de mode d’une diode laser avec ou sans fibre amorce.

b) Schéma

AO/D

L3

b
! o

> SA

AMP

CEI 1051191

¢) Description dg cirguii

dispositif de réglage de la polarisation

F1lF2, fibres monomodes
ocC = coupleur optique

PD = photodétecteur

AMP = amplificateur

SA = analyseur de spectre

d) Précautions a prendre
- Réduire au maximum la réflexion du flux énergétique sur la diode laser.

- La longueur de F3 doit étre suffisante pour obtenir une plus grande résolution
que la largeur spectrale du dispositif en mesure D.
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1.15 Spectral linewidth of a laser diode with or without pigtails

a) Purpose
To measure the spectral linewidth of a laser diode with or without pigtails.

b) Circuit diagram

AO/D

Ol M P1

Gé Z/;/—/\ = AO

_ Y/ i R A x\

L1

>0

Lin]
1

S

(o]}

7 — NANIEN | oc

PD |> SA

AMP

IEC 105191

rcuit description

oC =_aptical coupler
PD = detector

AMP = amplifier

SA = spectrum analyzer

d) Precautions to be observed
- Radiation power reflected back into the laser diode shall be minimized.

- Length of F3 should be sufficiently long to obtain a greater resolution than the
spectral linewidth of the device being measured D.
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- La fréquence de modulation doit étre plus grande que la largeur spectrale du

dispositif en mesure D.

- Le courant continu spécifié doit étre suffisamment stabilisé pour ne pas augmen-

ter la largeur spectrale du dispositif D.

NOTE - Lalongueur de la fibre F3 doit &tre déterminée par la résolution de fréquence:

0,75 ¢
nln

re—estHa-vitesse-de-latumiére
e-atumiére

L estlalongueur de F3

n est I'indice de réfraction de la fibre F3.

e) Exécution

Repérer la valeur créte correspanda

ou d’embase.
du courant de seuil ou flux énergétique ¢

t optique des phototransistors (IC(H) ou IC(e))

a) \But

Mesurerle-courant-inverse-sous rayonnement optique des photodiodes, y d

le courant

direct correspondant au flux énergétique spécifié D.
Aligner I'accés optique du dispositif D de f x énergétique maximal
en F1 et F3.

Ilateur AO

maximal.
La valeur

o

ousans filtre amorce (Ig Hy Ou IR( e)) et courant collecteur sjous

mpris les

dispositifs avec ou sans fibre amorce et le courant collecteur sous rayonnement

optique des phototransistors.

b) Equipement de mesure
On doit utiliser I'une des quatre variantes suivantes:

Variante 1

Rotation du dispositif autour de son axe mécanique pour rechercher, de fagon précise,

la valeur maximale.
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- Modulation frequency should be higher than the spectral linewidth of the
device D. :

- The specified d.c. current should be sufficiently stabilized so as not broaden the
measured linewidth of the device D.

NOTE - The fibre length of F3 should be determined by the frequency resolution:
0,75 ¢

nln

where:

¢ is the—veloecity-of-light
L is the length of F3

n is the refractive index of fibre F3.

e) Measurement procedure

The gpecifed d.c. current above threshold (A/r) or the forw , corresponding to
the specified radiant power (¢,) is applied to the device bei

The pptical port of the device D is aligned to
and F3.

A peak corresponding to the magdulatio
spec‘l:um analyzer is observed and _P1\is xotated t0
Full j

twice

modulator AO on| the
aximum radiant pgwer.

f) S

witho gtak R( e)) and collector current under optical radiation of
phototrans C(e))

a)

To O o o O de a¥a ~Ya ala a NNotodioae N ding

devices with or without pigtails and the collector current under optical radiation of photo-
transistors.

b) Measuring equipment
One of the four following variants shall be used:

Variant 1

Rotation of the device around its mechanical axis for an accurate location of the
maximum value.
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Variante 2

Alignement de I'axe optique du dispositif avec I'axe optique du banc de mesure.
Variante 3

Positionnement suivant une référence spécifiée pour le type de boitier du dispositif,
afin d’obtenir une orientation mécanique reproductible.

Variante 4

Pour les dispositifs avec fibres amorces:

Alignement de I'accés optique du dispositif pour recevoir la puissance rayonnante au
moyen d’un systéme optique convergent.

Imuminant D OF 1

Monochromateur Q Q
- - < :
I__I x\y‘ tique
Fittre riafjtes 1 et 2)
axdg mécanique

m | ) {variante 3)
\D ou acdés optique
- \/ L. (variante 4)
Facultatif

Alimentation CEl 105291

en mesure

$87/84

igure>40a - Phototransistor Figure 40b - Photodiofle

dJ Description de I'appareillage ef exigences

Le dispositif en mesure est fixé dans un support de mesure qui est monté sur un banc
d’'optique étalonné (variante 1, 2, 3 ou 4) ou sur un appareillage étalonné (variante 3).

L’illuminant doit étre
soit:

i) unilluminant normalisé (non monochromatique), constitué par une lampe norma-
lisée étalonnée avec son alimentation réguiée et un ampéremetre:

soit:
ii) unilluminant monochromatique constitué soit par:


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

747-5© IEC -179 -

Variant 2
Alignment of the device optical axis with that of the optical bench.
Variant 3

Positioning according to a reference specified for the type of device envelope, to obtain
a reproducible mechanical orientation.

Variant 4
For devices with pigtails.

Alignment of the optical port of the device to receive the radiant power with focusing
means.

! H " = -
HIUnnridin Ol |/

I _/\CK

I..l \ tical aikis
Filter (vaxiants|1 and 2)
r mbchanical axis

I A (vdriant 3)
or optical port
(variant 4)

Monochromator

Power supply HEC 1052091

c)

287/84

Figure 40b - Photodiode

d) Equiprmentdescriptionarndrequirements
The device being measured is fixed in a measuring socket that is mounted on a
calibrated optical bench (variant 1, 2, 3 or 4) or on a calibrated equipment (variant 3).
The illuminant shalil be
either:
i) a standard illuminant (not monochromatic), consisting of a calibrated standard
lamp, with its regulated power supply and an ammeter;

or:
ii) a monochromatic illuminant consisting of either:
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un appareillage tel que celui décrit au point i) ci-dessus, avec en plus un filtre
d’interférence ou tout autre systéme (monochromateur, etc.) ayant une longueur
d’onde de transmission maximale et une largeur de spectre spécifiées ou connues;

soit par:

tout autre dispositif étalonné (par exemple une diode électroluminescente ou une
diode émettrice en infrarouge), ayant une longueur d’onde d’émission maximale et
une largeur de spectre connues.

Pour les dispositifs avec fibres amorces:
Lilluminant tel qu’il est décrit au point ii) doit étre utilisé.

e) Précautions a prendre

- Eviter de surchauffer le dispositif en mesure par la source.
Pour des niveaux supérieurs a 200 W/m2, il est reco i un écran

- Laisser les sources lumineuses se pour les
mesures.
- Quand on utilise un illuminant ce lumineuse,| placer un

diaphragme devant le dispasitif upprimer les raypnnements

parasites.

pécifiée.

écanique.

Conditions spécifiées

- Température ambiante ou de boitier.

- Polarisation du dispositif en mesure (en continu ou en impulsions).
- Méthode de mesure (variante).

- Eclairement lumineux ou énergétique.

- llluminant normalisé (cas ou la radiation n’est pas monochromatique) ou
longueur d’onde et largeur de spectre (cas ou la radiation est monochromatique).

Pour les dispositifs avec fibres amorces:
- température ambiante ou de boitier;
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an equipment such as described in item i) above, plus an interference filter or any
other system (monochromator, etc.) having a specified or known peak-transmission
wavelength and spectral radiation bandwidth,

or.

any other calibrated device (for example a light-emitting diode or an infrared-
emitting diode), having a known peak-emission wavelength and spectral radiation
bandwidth.

For fibre optic devices with pigtails:
The illuminant such as described in item ii) shall be used.

e) Precautions to be observed
- | Overheating the device being measured by optical radia urce
s:tall be avoided. For levels in excess of 200 W/m?, a therma sa
shutter to limit the duration of exposure is recommended
- | Cleanliness of optical surfaces shall be ensured.
- | Light sources shall be stabilized before being Nt purposes.
- d to
s\ d.
For devices with pigtails:
Only
f) easurement procen
The tpmperature cond
The gocket i ified
illumipance (irradia
The device to be I:ue.
For v um
andt
For vdri 2, 3 e value of the current under optical radiation is read on the
amme
g) Specified conditions

- —Ambient or case temperature.

- Bias of the device being measured (d.c. or pulse).
- Measuring method (variant).

- lluminance or irradiance.

- Standard illuminant (not monochromatic) or wavelength and spectral radiation
bandwidth (monochromatic).

For devices with pigtails:
- ambient or case temperature;
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- polarisation du dispositif en mesure;
- flux énergétique dans I'accés optique;
- longueur d’onde et largeur de spectre de la source de lumiére.

2.2 Courant d'obscurité des photodiodes I et courants d’obscurité des phototransistors

1 1 1

CEQ’ 'ECO’ 'EBO

a) But
Mesurer le courant d’obscurité des photodiodes et les courants d’obscurité des photo-
transistors, dans des conditions spécifiées.

b) Schémas é— (\ \
N %@
)

\

A S ORN/]

D
/ D
20 :
CEl 191 CEl 1054191
Figure 41a - Courant d’'obsacurit Figure 41b - Courant d’obsqurité
d’'une photodjode /g colliecteur-émetteur d'ur

phototransistor ICEO

R

A .
Nl T o |

/I o
/4

D
N
()
_/
CEl 105591 CEl 1056191
Figure 41c - Courant d’obscurité Figure 41d - Courant d’obscurité
émetteur-collecteur d'un émetteur-base d'un
phototransistor /. phototransistor /g
Figure 41

¢} Description des circuits et exigences
R = résistance limitant le courant
D = dispositif en mesure
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- bias of the device being measured;
- radiant power into the optical port;
- wavelength and spectral radiation bandwidth of the light source.

2.2 Dark current for photodiodes Iy and dark currents for phototransistors lscq, leco
/
EBO

a) Purpose

To measure the dark current of photodiodes and the dark currents of phototransistors,
under specified conditions.

b) [Circuit diagrams

R
{1
E,z0

N + -
AN g
A~ O ( ’
° - N

()

N

IEC 1053/ 1EC 1054191
Figure 41a - Dark current of gure 41b - Collector-emitter

dark current of a
phototransistor ICEO

~ @ © @

D -
N
. N
JEC 1055191 IEQ 105691
Figure 41c¢ - Emitter-collector Figure 41d - Emitter-base
dark current of a dark current of a
phototransistor /oo phototransistor /gpq

Figure 41

¢) Circuit description and requirements
R = current limiting resistor
D = device being measured
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d) Précautions a prendre

Ces paramétres sont trés sensibles & la température. La précision de la mesure

dépend trés fortement de la précision avec laquelle la température ambiante

est main-

tenue. L'obscurité compléte est une condition nécessaire. Méme un éclairement par la
lumi&re du jour ordinaire, des traversées en verre au niveau des fils de connexion peut

fausser le résultat de la mesure.

Le dispositif ne doit étre soumis & aucun rayonnement dans la gamme de
spectrale.

e) Exécution

sensibilité

Régler la température A la valeur spécifiée. Le dispositif étant dans I'obscurité

compléte, augmenter progressivement la tension a partir de zéro jusqu’a
valeur spécifiée soit atteinte et mesurer le courant.

On arréte I'essai lorsque le courant dépasse la limite spéci

f} Conditions spécifices
- Température ambiante.
- Tension a appliquer:
Vg pour Ig;
Ve POUr lego
Vec Pour Jgcoi
Veg PoUr Jgpq.

de phototransistors

B Tensiond our VCE(sat)

Mesurer : : b sn collecteur-émetteur des phototransistors
condition ié

N o g

CEI 1057191

Figure 42

¢) Description du circuit et exigences

S = source de rayonnement optique
G = générateur de courant collecteur
D = dispositif en mesure

ce que la

dans des


https://iecnorm.com/api/?name=61ff3d0536e1825fee44f45bfd9d1a39

747-5 © IEC -185 -

d) Precautions to be observed

These parameters are very temperature-dependent and the accuracy of the measure-
ment largely depends on that with which the ambient temperature can be maintained.
Complete darkness is a necessary condition. Even ordinary daylight illumination of the

wire feed-through glass seals would falsify the measurement result.

The device should not be subjected to radiation within the spectral sensitivity range.

e) Measurement procedure

The temperature is set to the specified value. The device being in complete darkness,

the vpltage is progressively increased from zero until the specified yalu
and then the dark current is measured.

The test is stopped when the current reaches a specified limit.

f) Specified conditions

- | Ambient temperature.
- | Voltage to be applied:
p for Ig;

V]

Ve for leo:
VEC for |
1%

ECO’
g fOr Iego

2.3 Cqllector-emitter gf phototransistors

a) Purpose Q
To measure the _¢o

cond

ation voltage of phototransistors un

b) Cj

®_

Z[\o//
=)
A
-

eNs rea

der sped

ched

ified

IEC 105791

Figure 42

c¢) Circuit description and requirements

S = optical radiation source
G = collector current generator
D = device being measured
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d) Précautions a prendre

- Eviter de surchauffer le dispositif en mesure par irradiation provenant de la
source. Pour des niveaux supérieurs a 200 W/m?, il est recommandé d'utiliser un

écran thermique, tel qu’un obturateur, pour limiter la durée de I'exposition.
- S’assurer de la propreté des surfaces optiques.

- Laisser les sources de rayonnement optique se stabiliser avant de |
pour ies mesures.

e) Exécution
Régler la température a la valeur spécifiée.

es utiliser

La source de rayonnement optique étant stabilisee a la valeur speciti
le courant collecteur est ajusté a la valeur spécifiée et
collecteur-émetteur est mesurée.

de t:
ion\de

f) Conditions spécifiées
- Température ambiante.
- Courant collecteur.

- Eclairement lumineux ou énergétiqug.
- Référence de l'illumina ayonnement n’est p
chromatique) ou longueu

monochromatique).
- Base ouverte.

saturatlon

ds mono-

¢ (cas ou le rayonnement est

Bruit d’une phg
a) But
Mesurer b en puissance, la détectivité ou la puissance équi-
valente de Brui d:une photodiode PIN dans des conditions spécifiées.
b) Schéma

CEl

Figure 43

105891
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d) Precautions to be observed

- Avoid overheating the device being measured by irradiation from the source. For
levels in excess of 200 W/m2, a thermal shield arranged as a shutter to limit the

duration of exposure is recommended.
- Ensure cleanliness of optical surfaces.

- Optical radiation sources shall be stabilized before being used for measurement

purposes.

e) Measurement procedure
The temperature is set to the specified value.

The ¢ptical radiation source being stabilized to the speciiied vaiue
colledtor current is adjusted to the specified value and the collector-
voltage is measured.

f) Specified conditions
- | Ambient temperature.
- | Collector current.
- | Niuminance or irradiance.

spectral bandwidth (monochrom

- | Open base.

2.4 Naqise of a PIN photodiode

a) Purpose
To measure ois . noise power, the detectivity or the noise equivalent
power (NEP) ofa’'p i ar specified conditions.

b) Clircuit diagra

TEZOT E, the
itter saturation

- | Reference to standard illumijnant 4\ NONg ic) or wavelength [and

Figure 43

1EC 105891
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¢) Description du circuit et exigences

S = source de lumiére ou de rayonnement

D = dispositif en mesure

I = courant inverse sous rayonnement optique

R, = résistance de charge (50 Q de préférence)

A = ampéremeétre

G = source de tension inverse

F = filtre ayant une fréquence au maximum de transmission (fréquence
centrale) f, spécifiée et une largeur de bande équivalente de bruit Afy
spécifide

M = appareil de mesure donnant la valeur efficace vrai

courant, bruit en puissance, détectivité ou puissa

calibrée e|I1 bruit, en
ntexdg bruit

d) Précautions a prendre

1) La largeur de bande est définie par le filtre F 3 tres para-
metres tels que la capacité du dispositif D ou™a acité d! érquipement
de mesure.

2) Le bruit de 'équipement de mesure iss de rayon-
nement, doit étre faible en comps \ i re pris en
compte dans le résultat d¢ la &

3) Lorsque le niveau de brwi op fai : nt, on peut
utiliser les techniques d i de détection synchrone comme décrit
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